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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の行に配列された複数の走査線と複数の列に配列された複数の信号線との交差部に
それぞれ配置され、アノード電極及びカソード電極を有し、前記信号線からの階調電流に
従って流れる駆動電流により発光する発光素子をそれぞれ有する複数の画素と、
　前記階調電流により前記信号線にチャージされた電荷に応じた電圧を、リセット電圧に
変位させるリセット手段と、
　前記信号線に前記階調電流を流すデータドライバと、を備え、
　前記複数の画素は、選択期間に前記信号線と導通し、非選択期間に前記信号線と非導通
となり、それぞれ前記発光素子に前記駆動電流を供給する画素回路を有し、
　前記リセット手段は、
　所定行の前記選択期間に前記データドライバが前記画素回路を介して前記信号線に流す
前記階調電流によって前記信号線に充電される電荷を、前記所定行の次の行の前記選択期
間の前に、前記信号線に前記リセット電圧を印加してリセットする機能を有し、
　前記画素回路は、
　ドレイン電極が電源走査線に接続され、ソース電極が前記発光素子の前記アノード電極
に接続された第１トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ドレイン電極が前記電源走査線に接続され、ソー
ス電極が前記第１トランジスタのゲート電極に接続された第２トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ソース電極が前記信号線に接続され、ドレイン電
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極が前記第１トランジスタの前記ソース電極に接続された第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタのゲート－ソース間に設けられたコンデンサと、を備え、
　前記階調電流が最高輝度階調電流のときの前記信号線での最高輝度階調電圧は、前記階
調電流が最低輝度階調電流のときの前記信号線での最低輝度階調電圧より低く、
　前記リセット電圧は、前記最低階調電圧と、前記最高階調電圧と、の中間値となる中間
電圧以上に設定され、
　前記所定行の前記選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジスタ及び
前記第３トランジスタをオン状態とするとともに、前記電源走査線に前記発光素子の前記
カソード電極の電位以下のチャージ電圧が印加され、前記データドライバが、前記所定行
の前記画素の前記発光素子を介さずに、前記電源走査線から前記所定行の前記画素回路の
前記第１トランジスタ及び前記第３トランジスタを介して前記信号線に前記階調電流を流
して、前記所定行の前記画素回路の前記コンデンサに前記階調電流に応じた電荷がチャー
ジされ、
　前記所定行の前記選択期間後の前記非選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第
２トランジスタ及び前記第３トランジスタをオフ状態とするとともに、前記電源走査線に
前記チャージ電圧より高い電源電圧が印加され、前記所定行の前記画素回路の前記コンデ
ンサの電荷に応じて前記所定行の前記画素回路の前記第１トランジスタが前記所定行の前
記画素の前記発光素子に前記駆動電流を流して、前記所定行の前記画素の前記発光素子が
発光することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　複数の行に配列された複数の走査線と複数の列に配列された複数の信号線との交差部に
それぞれ配置され、アノード電極及びカソード電極を有し、前記信号線からの階調電流に
従って流れる駆動電流により発光する発光素子をそれぞれ有する複数の画素と、
　前記階調電流により前記信号線にチャージされた電荷に応じた電圧を、リセット電圧に
変位させるリセット手段と、
　前記信号線に前記階調電流を流すデータドライバと、を備え、
　前記複数の画素は、選択期間に前記信号線と導通し、非選択期間に前記信号線と非導通
となり、それぞれ前記発光素子に前記駆動電流を供給する画素回路を有し、
　前記リセット手段は、
　所定行の前記選択期間後からその次の行の選択期間の前までの間に、前記所定行の前記
選択期間に前記データドライバが前記画素回路を介して前記信号線に流す前記階調電流に
よって前記信号線に充電される電荷を、前記信号線に前記リセット電圧を印加してリセッ
トする機能を有し、
　前記画素回路は、
　ドレイン電極が電源走査線に接続され、ソース電極が前記発光素子の前記アノード電極
に接続された第１トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ドレイン電極が前記電源走査線に接続され、ソー
ス電極が前記第１トランジスタのゲート電極に接続された第２トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ソース電極が前記信号線に接続され、ドレイン電
極が前記第１トランジスタの前記ソース電極に接続された第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタのゲート－ソース間に設けられたコンデンサと、を備え、
　前記階調電流が最高輝度階調電流のときの前記信号線での最高輝度階調電圧は、前記階
調電流が最低輝度階調電流のときの前記信号線での最低輝度階調電圧より低く、
　前記リセット電圧は、前記最低階調電圧と、前記最高階調電圧と、の中間値となる中間
電圧以上に設定され、
　前記所定行の前記選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジスタ及び
前記第３トランジスタをオン状態とするとともに、前記電源走査線に前記発光素子の前記
カソード電極の電位以下のチャージ電圧が印加され、前記データドライバが、前記所定行
の前記画素の前記発光素子を介さずに、前記電源走査線から前記所定行の前記画素回路の
前記第１トランジスタ及び前記第３トランジスタを介して前記信号線に前記階調電流を流
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して、前記所定行の前記画素回路の前記コンデンサに前記階調電流に応じた電荷がチャー
ジされ、
　前記選択期間後の前記非選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジス
タ及び前記第３トランジスタをオフ状態とするとともに、前記電源走査線に前記チャージ
電圧より高い電源電圧が印加され、前記所定行の前記画素回路の前記コンデンサの電荷に
応じて前記所定行の前記画素回路の前記第１トランジスタが前記所定行の前記画素の前記
発光素子に前記駆動電流を流して、前記所定行の前記画素の前記発光素子が発光すること
を特徴とする表示装置。
【請求項３】
　前記リセット手段は、
　前記信号線に前記階調電流を流す階調電流用トランジスタと、
　前記信号線に前記リセット電圧を出力するリセット電圧用トランジスタと、
　を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記リセット手段は、階調信号に応じた前記階調電流を生成するカレントミラー回路を
備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記リセット手段は、シフトレジスタからの信号に応じて、各列に対応した前記カレン
トミラー回路に選択的に前記階調信号を供給する階調信号スイッチ手段を有することを特
徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記リセット手段は、
　データドライバからの前記階調電流を前記信号線に流す階調電流用トランジスタと、
　前記リセット電圧を前記信号線に出力するリセット電圧用トランジスタと、
　を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記リセット電圧は、前記発光素子が最高階調輝度で発光するときに前記発光素子に流
れる最高階調駆動電流に等しい電流値となる前記最高輝度階調電流によって前記信号線に
チャージされる電荷にしたがって定常化される前記最高階調電圧よりも高く設定されてい
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記所定行の前記画素における前記画素回路は、
　前記所定行の選択期間に、前記信号線に前記階調電流が流れることによって前記階調電
流にしたがった電荷を保持する電荷保持手段を有し、
　前記第１トランジスタは、前記所定行の発光期間に、前記電荷保持手段により保持され
た電荷に応じて前記階調電流と等しい電流値の駆動電流を前記発光素子に流し、
　前記第２トランジスタ及び前記第３トランジスタは、前記第１トランジスタを介して前
記信号線に流れる前記階調電流の流れを制御することを特徴とする請求項１又は２に記載
の表示装置。
【請求項９】
　前記所定行の前記画素における前記画素回路の前記第１トランジスタは、
　前記所定行の選択期間に、前記第３トランジスタを介して前記信号線に流れる前記階調
電流を流して、前記電荷保持手段に電荷を保持させる機能と、
　前記所定行の発光期間に、前記第３トランジスタに前記階調電流を流すことを停止する
機能と、
　を有することを特徴とする請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記駆動電流の電流値は、前記階調電流の電流値に等しいことを特徴とする請求項１又
は２に記載の表示装置。
【請求項１１】
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　複数の行に配列された複数の走査線と複数の列に配列された複数の信号線との交差部に
それぞれ配置され、アノード電極及びカソード電極を有し、前記信号線からの階調電流に
従って流れる駆動電流により発光する発光素子をそれぞれ有する複数の画素を備える表示
装置の駆動方法であって、
　前記複数の画素は、選択期間に前記信号線と導通し、非選択期間に前記信号線と非導通
となり、それぞれ前記発光素子に前記駆動電流を供給する画素回路を有し、
　前記画素回路は、
　ドレイン電極が電源走査線に接続され、ソース電極が前記発光素子の前記アノード電極
に接続された第１トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ドレイン電極が前記電源走査線に接続され、ソー
ス電極が前記第１トランジスタのゲート電極に接続された第２トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ソース電極が前記信号線に接続され、ドレイン電
極が前記第１トランジスタの前記ソース電極に接続された第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタのゲート－ソース間に設けられたコンデンサと、を備え、
　所定行の前記選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジスタ及び前記
第３トランジスタをオン状態とするとともに、前記電源走査線に前記発光素子の前記カソ
ード電極の電位以下のチャージ電圧が印加され、前記所定行の前記画素の前記発光素子を
介さずに、前記電源走査線から前記所定行の前記画素回路の前記第１トランジスタ及び前
記第３トランジスタを介して前記信号線に前記階調電流を流して、前記所定行の前記画素
回路の前記コンデンサに前記階調電流に応じた電荷がチャージされる階調電流ステップと
、
　前記所定行の前記選択期間後に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジスタ及
び前記第３トランジスタをオフ状態にさせて前記信号線と前記画素とを非導通にして、前
記階調電流により前記信号線にチャージされた電荷に応じた電圧をリセット電圧に変位さ
せるリセット電圧ステップと、
　前記所定行の前記選択期間後に、前記電源走査線に前記チャージ電圧より高い電源電圧
を印加し、前記所定行の前記画素回路の前記コンデンサの電荷に応じて前記所定行の前記
画素回路の前記第１トランジスタが前記所定行の前記画素の前記発光素子に前記駆動電流
を流して前記発光素子を発光する発光ステップと、
　を有し、
　前記階調電流が最高輝度階調電流のときの前記信号線での最高輝度階調電圧は、前記階
調電流が最低輝度階調電流のときの前記信号線での最低輝度階調電圧より低く、
　前記リセット電圧は、前記最低階調電圧と、前記最高階調電圧と、の中間値となる中間
電圧以上に設定されていることを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
　前記発光素子は前記選択期間後に前記階調電流に従って流れる前記駆動電流により発光
することを特徴とする請求項１１に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１３】
　前記リセット電圧ステップは、前記所定行の前記画素分の前記階調電流が前記信号線に
流れた後から、次の行の前記画素分の前記階調電流が前記信号線に流れる前までに行われ
ることを特徴とする請求項１１又は請求項１２に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　前記所定行の前記画素における前記画素回路は、
　前記所定行の選択期間に、前記信号線に前記階調電流が流れることによって前記階調電
流にしたがった電荷を保持する電荷保持手段を有し、
　前記第１トランジスタは、前記所定行の発光期間に、前記電荷保持手段により保持され
た電荷に応じて前記階調電流と等しい電流値の駆動電流を前記発光素子に流し、
　前記第２トランジスタ及び前記第３トランジスタは、前記第１トランジスタを介して前
記信号線に流れる前記階調電流の流れを制御することを特徴とする請求項１１に記載の表
示装置の駆動方法。
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【請求項１５】
　前記所定行の前記画素における前記画素回路の前記第１トランジスタは、前記所定行の
選択期間に、前記第３トランジスタを介して前記信号線に流れる前記階調電流を流して、
前記電荷保持手段に電荷を保持させる機能と、
　前記所定行の発光期間に、前記第３トランジスタに前記階調電流を流すことを停止する
機能と、
　を有することを特徴とする請求項１４に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　前記リセット電圧は、前記発光素子が最高階調輝度で発光するときに前記発光素子に流
れる最高階調駆動電流に等しい電流値となる前記最高輝度階調電流によって前記信号線に
チャージされる電荷にしたがって定常化される前記最高階調電圧よりも高く設定されてい
ることを特徴とする請求項１１に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１７】
　前記駆動電流の電流値は、前記階調電流の電流値に等しいことを特徴とする請求項１１
に記載の表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、駆動電流のレベルによって輝度が制御される発光素子を画素ごとに備えた表示
装置、及び発光素子に駆動電流を流すことで表示を行う表示装置の駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、表示装置には単純マトリクスのようなパッシブドライブ駆動方式と画素毎にス
イッチングトランジスタを設けたアクティブマトリクス駆動方式のものがあり、アクティ
ブマトリクス駆動方式の液晶ディスプレイでは、図１１に示すように、コンデンサとして
も機能する液晶を有する液晶素子５０１と、スイッチング素子として機能するＴＦＴ５０
２とが、画素ごとに設けられている。アクティブマトリクス駆動方式では、選択期間中に
走査ドライバによって走査線５０３にパルス信号が入力されて走査線５０３が選択されて
いるときに、輝度を表すレベルの電圧がデータドライバによって信号線５０４に印加され
ると、ＴＦＴ５０２を介して液晶素子５０１に電圧が印加される。選択期間後の非選択期
間においてＴＦＴ５０２がオフ状態になっても、液晶素子５０１がコンデンサとして機能
するため、次の選択期間まで電圧レベルが保持される。以上のように、選択期間において
液晶素子５０１の光透過率が新たに更新されて、バックライトを光源として画素が電圧レ
ベルに従った輝度で光を出射し、液晶ディスプレイの階調表現が行われる。
【０００３】
一方、自発光素子である有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬディスプレイは、液晶ディスプレ
イのようにバックライトを必要とせず、薄型化に最適であるとともに、液晶ディスプレイ
のような視野角の制限もないため、次世代の表示装置として実用化が大きく期待されてい
る。
【０００４】
高輝度、高コントラスト、高精細といった観点から、有機ＥＬディスプレイも、液晶ディ
スプレイと同様にアクティブマトリクス駆動方式のものが特に望まれている。有機ＥＬデ
ィスプレイは、パッシブ駆動方式では選択期間に流れる電流を増大しなければならないの
に対してアクティブマトリクス駆動方式では非選択期間でも発光させるように、輝度を表
す電圧レベルを保持しておくための素子を画素ごとに設けているため、単位時間当たりに
流れる電流レベル（電流値）は小さくてよい。しかし、有機ＥＬ素子はコンデンサとして
は極めて小さい容量しかないために、図１１のような画素の回路において液晶素子５０１
の代わりに有機ＥＬ素子を設けただけでは、非選択期間に有機ＥＬ素子が発光を維持する
ことは困難になる。
【０００５】
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そこで、例えば図１２に示すように、アクティブマトリクス駆動方式の有機ＥＬディスプ
レイでは、有機ＥＬ素子６０１と、スイッチング素子として機能するＴＦＴ６０２と、輝
度を表す電圧レベルを保持しておくとともに電圧レベルに従ったレベルの駆動電流を有機
ＥＬ素子６０１に流すＴＦＴ６０５とが、画素ごとに設けられている。このディスプレイ
では、選択期間中に走査ドライバによって走査線６０３にパルス信号が入力されて走査線
６０３が選択されているときに、輝度を表すレベルの電圧がデータドライバによって信号
線６０４に印加されると、ＴＦＴ６０５のゲート電極にそのレベルの電圧が印加されて、
ＴＦＴ６０５のゲート電極に輝度データが書き込まれることになる。これにより、ＴＦＴ
６０５がオン状態になり、ゲート電極の電圧レベルに応じたレベルの駆動電流が電源から
ＴＦＴ６０５を介して有機ＥＬ素子６０１に流れて、有機ＥＬ素子６０１が電流レベルに
応じた輝度で発光する。選択期間後の非選択期間では、ＴＦＴ６０２がオフ状態になって
も、ＴＦＴ６０５の容量等によりＴＦＴ６０５のゲート電極の電圧レベルが保持され続け
、有機ＥＬ素子６０１が電圧レベルに従った輝度で発光する。以上のように、選択期間に
おいてＴＦＴ６０５のゲート電圧が更新されることによって有機ＥＬ素子６０１の輝度が
更新されて、有機ＥＬディスプレイの階調表現が行われる。
【０００６】
ところで、一般的にＴＦＴは、周囲の温度にチャネル抵抗が依存したり、長時間の使用に
よりチャネル抵抗が変化したりするために、ゲート閾値電圧が経時変化したり、同一表示
領域内の個々のＴＦＴのゲート閾値電圧がばらついたりする。従って、ＴＦＴ６０５のゲ
ート電極に印加する電圧のレベルを変化させることによって有機ＥＬ素子６０１に流れる
電流のレベルを変化させること、換言すれば、ＴＦＴ６０５のゲート電極に印加する電圧
のレベルを変化させることによって有機ＥＬ素子６０１の輝度を変化させることを行って
も、ＴＦＴ６０５のゲート電圧レベルで有機ＥＬ素子６０１に流れる電流レベルを一義的
に指定するには困難である。
【０００７】
そこで、輝度をＴＦＴに印加される電圧のレベルで制御するのではなく、電流のレベルで
制御する手法が研究されている。つまり、信号線にゲート電圧のレベルを指定する電圧指
定方式ではなく、有機ＥＬ素子に流れる電流のレベルを直接信号線に指定する電流指定方
式を有機ＥＬディスプレイのアクティブマトリクス駆動方式に適用するというものである
。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、電流指定方式の有機ＥＬディスプレイでは、指定電流を流している選択期
間内において指定電流レベル（電流値）は一定であるが、指定電流レベルが小さいと、指
定電流により電圧が定常状態になるまでには時間を要する。そのため、有機ＥＬ素子が所
望通りの輝度で発光しなくなり、有機ＥＬディスプレイの表示品質の低下につながる。
【０００９】
一方、選択期間を長くすれば電圧が定常状態になるまでの時間より選択時間が長くなるが
、選択時間が長くなれば表示画面がちらついて見えたりする等、有機ＥＬディスプレイの
表示品質の低下につながる。
【００１０】
そこで、本発明が解決しようとする課題は、高品質な表示を行うことである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するために、請求項１に記載の発明に係る表示装置は、
　複数の行に配列された複数の走査線と複数の列に配列された複数の信号線との交差部に
それぞれ配置され、アノード電極及びカソード電極を有し、前記信号線からの階調電流に
従って流れる駆動電流により発光する発光素子をそれぞれ有する複数の画素と、
　前記階調電流により前記信号線にチャージされた電荷に応じた電圧を、リセット電圧に
変位させるリセット手段と、
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　前記信号線に前記階調電流を流すデータドライバと、を備え、
　前記複数の画素は、選択期間に前記信号線と導通し、非選択期間に前記信号線と非導通
となり、それぞれ前記発光素子に前記駆動電流を供給する画素回路を有し、
　前記リセット手段は、
　所定行の前記選択期間に前記データドライバが前記画素回路を介して前記信号線に流す
前記階調電流によって前記信号線に充電される電荷を、前記所定行の次の行の前記選択期
間の前に、前記信号線に前記リセット電圧を印加してリセットする機能を有し、
　前記画素回路は、
　ドレイン電極が電源走査線に接続され、ソース電極が前記発光素子の前記アノード電極
に接続された第１トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ドレイン電極が前記電源走査線に接続され、ソー
ス電極が前記第１トランジスタのゲート電極に接続された第２トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ソース電極が前記信号線に接続され、ドレイン電
極が前記第１トランジスタの前記ソース電極に接続された第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタのゲート－ソース間に設けられたコンデンサと、を備え、
　前記階調電流が最高輝度階調電流のときの前記信号線での最高輝度階調電圧は、前記階
調電流が最低輝度階調電流のときの前記信号線での最低輝度階調電圧より低く、
　前記リセット電圧は、前記最低階調電圧と、前記最高階調電圧と、の中間値となる中間
電圧以上に設定され、
　前記所定行の前記選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジスタ及び
前記第３トランジスタをオン状態とするとともに、前記電源走査線に前記発光素子の前記
カソード電極の電位以下のチャージ電圧が印加され、前記データドライバが、前記所定行
の前記画素の前記発光素子を介さずに、前記電源走査線から前記所定行の前記画素回路の
前記第１トランジスタ及び前記第３トランジスタを介して前記信号線に前記階調電流を流
して、前記所定行の前記画素回路の前記コンデンサに前記階調電流に応じた電荷がチャー
ジされ、
　前記所定行の前記選択期間後の前記非選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第
２トランジスタ及び前記第３トランジスタをオフ状態とするとともに、前記電源走査線に
前記チャージ電圧より高い電源電圧が印加され、前記所定行の前記画素回路の前記コンデ
ンサの電荷に応じて前記所定行の前記画素回路の前記第１トランジスタが前記所定行の前
記画素の前記発光素子に前記駆動電流を流して、前記所定行の前記画素の前記発光素子が
発光することを特徴とする。
【００１２】
　請求項２に記載の発明に係る表示装置は、
　複数の行に配列された複数の走査線と複数の列に配列された複数の信号線との交差部に
それぞれ配置され、アノード電極及びカソード電極を有し、前記信号線からの階調電流に
従って流れる駆動電流により発光する発光素子をそれぞれ有する複数の画素と、
　前記階調電流により前記信号線にチャージされた電荷に応じた電圧を、リセット電圧に
変位させるリセット手段と、
　前記信号線に前記階調電流を流すデータドライバと、を備え、
　前記複数の画素は、選択期間に前記信号線と導通し、非選択期間に前記信号線と非導通
となり、それぞれ前記発光素子に前記駆動電流を供給する画素回路を有し、
　前記リセット手段は、
　所定行の前記選択期間後からその次の行の選択期間の前までの間に、前記所定行の前記
選択期間に前記データドライバが前記画素回路を介して前記信号線に流す前記階調電流に
よって前記信号線に充電される電荷を、前記信号線に前記リセット電圧を印加してリセッ
トする機能を有し、
　前記画素回路は、
　ドレイン電極が電源走査線に接続され、ソース電極が前記発光素子の前記アノード電極
に接続された第１トランジスタと、
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　ゲート電極が前記走査線に接続され、ドレイン電極が前記電源走査線に接続され、ソー
ス電極が前記第１トランジスタのゲート電極に接続された第２トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ソース電極が前記信号線に接続され、ドレイン電
極が前記第１トランジスタの前記ソース電極に接続された第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタのゲート－ソース間に設けられたコンデンサと、を備え、
　前記階調電流が最高輝度階調電流のときの前記信号線での最高輝度階調電圧は、前記階
調電流が最低輝度階調電流のときの前記信号線での最低輝度階調電圧より低く、
　前記リセット電圧は、前記最低階調電圧と、前記最高階調電圧と、の中間値となる中間
電圧以上に設定され、
　前記所定行の前記選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジスタ及び
前記第３トランジスタをオン状態とするとともに、前記電源走査線に前記発光素子の前記
カソード電極の電位以下のチャージ電圧が印加され、前記データドライバが、前記所定行
の前記画素の前記発光素子を介さずに、前記電源走査線から前記所定行の前記画素回路の
前記第１トランジスタ及び前記第３トランジスタを介して前記信号線に前記階調電流を流
して、前記所定行の前記画素回路の前記コンデンサに前記階調電流に応じた電荷がチャー
ジされ、
　前記選択期間後の前記非選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジス
タ及び前記第３トランジスタをオフ状態とするとともに、前記電源走査線に前記チャージ
電圧より高い電源電圧が印加され、前記所定行の前記画素回路の前記コンデンサの電荷に
応じて前記所定行の前記画素回路の前記第１トランジスタが前記所定行の前記画素の前記
発光素子に前記駆動電流を流して、前記所定行の前記画素の前記発光素子が発光すること
を特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示装置において、
　前記リセット手段は、
　前記信号線に前記階調電流を流す階調電流用トランジスタと、
　前記信号線に前記リセット電圧を出力するリセット電圧用トランジスタと、
　を有することを特徴とする。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示装置において、
　前記リセット手段は、階調信号に応じた前記階調電流を生成するカレントミラー回路を
備えることを特徴とする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の表示装置において、
　前記リセット手段は、シフトレジスタからの信号に応じて、各列に対応した前記カレン
トミラー回路に選択的に前記階調信号を供給する階調信号スイッチ手段を有することを特
徴とする。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示装置において、
　前記リセット手段は、
　データドライバからの前記階調電流を前記信号線に流す階調電流用トランジスタと、
　前記リセット電圧を前記信号線に出力するリセット電圧用トランジスタと、
　を有することを特徴とする。
【００１７】
　請求項７に記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示装置において、
　前記リセット電圧は、前記発光素子が最高階調輝度で発光するときに前記発光素子に流
れる最高階調駆動電流に等しい電流値となる前記最高輝度階調電流によって前記信号線に
チャージされる電荷にしたがって定常化される前記最高階調電圧よりも高く設定されてい
ることを特徴とする。
【００１８】
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　請求項８に記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示装置において、
　前記所定行の前記画素における前記画素回路は、
　前記所定行の選択期間に、前記信号線に前記階調電流が流れることによって前記階調電
流にしたがった電荷を保持する電荷保持手段を有し、
　前記第１トランジスタは、前記所定行の発光期間に、前記電荷保持手段により保持され
た電荷に応じて前記階調電流と等しい電流値の駆動電流を前記発光素子に流し、
　前記第２トランジスタ及び前記第３トランジスタは、前記第１トランジスタを介して前
記信号線に流れる前記階調電流の流れを制御することを特徴とする。
【００１９】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の表示装置において、
　前記所定行の前記画素における前記画素回路の前記第１トランジスタは、
　前記所定行の選択期間に、前記第３トランジスタを介して前記信号線に流れる前記階調
電流を流して、前記電荷保持手段に電荷を保持させる機能と、
　前記所定行の発光期間に、前記第３トランジスタに前記階調電流を流すことを停止する
機能と、
　を有することを特徴とする。
【００２０】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示装置において、
　前記駆動電流の電流値は、前記階調電流の電流値に等しいことを特徴とする。
【００２１】
　請求項１１に記載の発明は、
　複数の行に配列された複数の走査線と複数の列に配列された複数の信号線との交差部に
それぞれ配置され、アノード電極及びカソード電極を有し、前記信号線からの階調電流に
従って流れる駆動電流により発光する発光素子をそれぞれ有する複数の画素を備える表示
装置の駆動方法であって、
　前記複数の画素は、選択期間に前記信号線と導通し、非選択期間に前記信号線と非導通
となり、それぞれ前記発光素子に前記駆動電流を供給する画素回路を有し、
　前記画素回路は、
　ドレイン電極が電源走査線に接続され、ソース電極が前記発光素子の前記アノード電極
に接続された第１トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ドレイン電極が前記電源走査線に接続され、ソー
ス電極が前記第１トランジスタのゲート電極に接続された第２トランジスタと、
　ゲート電極が前記走査線に接続され、ソース電極が前記信号線に接続され、ドレイン電
極が前記第１トランジスタの前記ソース電極に接続された第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタのゲート－ソース間に設けられたコンデンサと、を備え、
　所定行の前記選択期間に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジスタ及び前記
第３トランジスタをオン状態とするとともに、前記電源走査線に前記発光素子の前記カソ
ード電極の電位以下のチャージ電圧が印加され、前記所定行の前記画素の前記発光素子を
介さずに、前記電源走査線から前記所定行の前記画素回路の前記第１トランジスタ及び前
記第３トランジスタを介して前記信号線に前記階調電流を流して、前記所定行の前記画素
回路の前記コンデンサに前記階調電流に応じた電荷がチャージされる階調電流ステップと
、
　前記所定行の前記選択期間後に、前記所定行の前記画素回路の前記第２トランジスタ及
び前記第３トランジスタをオフ状態にさせて前記信号線と前記画素とを非導通にして、前
記階調電流により前記信号線にチャージされた電荷に応じた電圧をリセット電圧に変位さ
せるリセット電圧ステップと、
　前記所定行の前記選択期間後に、前記電源走査線に前記チャージ電圧より高い電源電圧
を印加し、前記所定行の前記画素回路の前記コンデンサの電荷に応じて前記所定行の前記
画素回路の前記第１トランジスタが前記所定行の前記画素の前記発光素子に前記駆動電流
を流して前記発光素子を発光する発光ステップと、



(10) JP 4610843 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

　を有し、
　前記階調電流が最高輝度階調電流のときの前記信号線での最高輝度階調電圧は、前記階
調電流が最低輝度階調電流のときの前記信号線での最低輝度階調電圧より低く、
　前記リセット電圧は、前記最低階調電圧と、前記最高階調電圧と、の中間値となる中間
電圧以上に設定されていることを特徴とする。
【００２２】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の表示装置の駆動方法において、
　前記発光素子は前記選択期間後に前記階調電流に従って流れる前記駆動電流により発光
することを特徴とする。
【００２３】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１１又は請求項１２に記載の表示装置の駆動方法に
おいて、
　前記リセット電圧ステップは、前記所定行の前記画素分の前記階調電流が前記信号線に
流れた後から、次の行の前記画素分の前記階調電流が前記信号線に流れる前までに行われ
ることを特徴とする。
【００２４】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１１に記載の表示装置の駆動方法において、
　前記所定行の前記画素における前記画素回路は、
　前記所定行の選択期間に、前記信号線に前記階調電流が流れることによって前記階調電
流にしたがった電荷を保持する電荷保持手段を有し、
　前記第１トランジスタは、前記所定行の発光期間に、前記電荷保持手段により保持され
た電荷に応じて前記階調電流と等しい電流値の駆動電流を前記発光素子に流し、
　前記第２トランジスタ及び前記第３トランジスタは、前記第１トランジスタを介して前
記信号線に流れる前記階調電流の流れを制御することを特徴とする。
【００２５】
　請求項１５に記載の発明は、請求項１４に記載の表示装置の駆動方法において、
　前記所定行の前記画素における前記画素回路の前記第１トランジスタは、前記所定行の
選択期間に、前記第３トランジスタを介して前記信号線に流れる前記階調電流を流して、
前記電荷保持手段に電荷を保持させる機能と、
　前記所定行の発光期間に、前記第３トランジスタに前記階調電流を流すことを停止する
機能と、
　を有することを特徴とする。
　請求項１６に記載の発明は、請求項１１に記載の表示装置の駆動方法において、
　前記リセット電圧は、前記発光素子が最高階調輝度で発光するときに前記発光素子に流
れる最高階調駆動電流に等しい電流値となる前記最高輝度階調電流によって前記信号線に
チャージされる電荷にしたがって定常化される前記最高階調電圧よりも高く設定されてい
ることを特徴とする。
　請求項１７に記載の発明は、請求項１１に記載の表示装置の駆動方法において、
　前記駆動電流の電流値は、前記階調電流の電流値に等しいことを特徴とする。
【００２６】
【発明の実施の形態】
〔第一の実施の形態〕
以下に、図面を用いて本発明の具体的な態様について説明する。ただし、発明の範囲を図
示例に限定するものではない。
【００２７】
図１は、本発明の適用された有機ＥＬディスプレイを示した図面である。図１に示すよう
に、有機ＥＬディスプレイ１は、基本構成として、アクティブマトリクス駆動方式により
カラー表示を行う有機ＥＬ表示パネル２と、有機ＥＬ表示パネル２に階調指定シンク電流
（階調電流）を流させるデータドライバ３と、を備える。ここでシンク電流とは、後述す
る画素Ｐ1,1～Ｐm,nのそれぞれから信号線Ｙ1～Ｙnのそれぞれ方向へ流れる電流である。
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【００２８】
有機ＥＬ表示パネル２は、透明基板８と、画像が実質的に表示される表示部４と、表示部
４の周辺に設けられた選択走査ドライバ５、電源走査ドライバ６及び電流電圧切替部７と
を基本構成としており、これらの回路４～７が透明基板８上に形成されている。
【００２９】
表示部４においては、（ｍ×ｎ）個の画素Ｐ1,1～Ｐm,nがマトリクス状に透明基板８上に
設けられており、縦方向（列方向）にｍ個の画素Ｐi,jが配列され、横方向（行方向）に
ｎ個の画素Ｐi,jが配列されている。ここで、ｍ，ｎは１以上の整数であり、ｉは１以上
ｍ以下の或る整数であり、ｊは１以上ｎ以下の或る整数であり、縦にｉ番目（つまり、ｉ
行目）であって横にｊ番目（つまり、ｊ列目）である画素を画素Ｐi,jと記す。
【００３０】
また、表示部４には、第一走査線としてのｍ本の選択走査線Ｘ1～Ｘmと、第二走査線とし
てのｍ本の電源走査線Ｚ1～Ｚmと、ｎ本の信号線Ｙ1～Ｙnとが配設されている。ｍ本の選
択走査線Ｘ1～Ｘmは、横方向に延在し、透明基板８上に設けられている。電源走査線Ｚ1

～Ｚmが選択走査線Ｘ1～Ｘmに対して交互に配列されている。また、信号線Ｙ1～Ｙnは、
縦方向に延在し、透明基板８上に設けられている。これら選択走査線Ｘ1～Ｘm、電源走査
線Ｚ1～Ｚm及び信号線Ｙ1～Ｙn間の交差している箇所は層間絶縁膜等によって互いに絶縁
されている。選択走査線Ｘi及び電源走査線Ｚiには、横方向に配列されたｎ個の画素Ｐi,

1～Ｐi,nが接続されており、信号線Ｙjには、縦方向に配列されたｍ個の画素Ｐ1,j～Ｐm,

jが接続されており、選択走査線Ｘi及び電源走査線Ｚiと信号線Ｙjとの交差部に画素Ｐi,

jが配されている。
【００３１】
次に、図２及び図３を用いて各画素Ｐi,jについて説明する。図２は画素Ｐi,jを示した平
面図であり、図３は四つの画素Ｐi,j，Ｐi+1,j，Ｐi,j+1，Ｐi+1,j+1の等価回路図である
。
【００３２】
画素Ｐi,jは、駆動電流のレベルに従った輝度で発光する有機ＥＬ素子Ｅi,jと、有機ＥＬ
素子Ｅi,jの周辺に設けられているとともに有機ＥＬ素子Ｅi,jを駆動する画素回路Ｄi,j

と、から構成されている。画素回路Ｄi,jは、データドライバ３、選択走査ドライバ５及
び電源走査ドライバ６から出力された信号に基づいて、有機ＥＬ素子Ｅi,jの電流をオン
・オフしたり、一定の発光期間中に駆動電流のレベルを保持することで有機ＥＬ素子Ｅi,

jの発光輝度を一定に保ったりするものである。
【００３３】
有機ＥＬ素子Ｅi,jは、透明基板８上にアノード電極５１、有機ＥＬ層５２、カソード電
極（図示略）が順に積層した積層構造となっている。
【００３４】
アノード電極５１は画素Ｐi,jごとにパターニングされており、信号線Ｙ1～Ｙnと選択走
査線Ｘ1～Ｘmに囲まれる各囲繞領域に形成されている。
【００３５】
アノード電極５１は、導電性を有しているとともに、可視光に対して透過性を有している
。また、アノード電極５１は、比較的仕事関数の高いものであり、有機ＥＬ層５２へ正孔
を効率よく注入するものが好ましい。例えば、アノード電極５１としては、錫ドープ酸化
インジウム（ＩＴＯ）、亜鉛ドープ酸化インジウム（ＩＺＯ）、酸化インジウム（Ｉｎ2

Ｏ3）、酸化スズ（ＳｎＯ2）又は酸化亜鉛（ＺｎＯ）を主成分としたものがある。
【００３６】
各々のアノード電極５１上に有機ＥＬ層５２が成膜されている。有機ＥＬ層５２も画素Ｐ

i,jごとにパターニングされている。有機ＥＬ層５２は、例えば、アノード電極５１から
順に正孔輸送層、狭義の発光層、電子輸送層となる三層構造であっても良いし、アノード
電極５１から順に正孔輸送層、狭義の発光層となる二層構造であっても良いし、狭義の発
光層からなる一層構造であっても良いし、これらの層構造において適切な層間に電子或い
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は正孔の注入層が介在した積層構造であっても良いし、その他の層構造であっても良い。
【００３７】
有機ＥＬ層５２は、正孔及び電子を注入する機能、正孔及び電子を輸送する機能、正孔と
電子の再結合により励起子を生成して赤色、緑色又は青色の何れかに発光する機能を有す
る広義の発光層である。つまり、画素Ｐi,jが赤である場合にはその画素Ｐi,jの有機ＥＬ
層５２は赤色に発光し、画素Ｐi,jが緑である場合にはその画素Ｐi,jの有機ＥＬ層５２は
緑色に発光し、画素Ｐi,jが青である場合にはその画素Ｐi,jの有機ＥＬ層５２は青色に発
光する。
【００３８】
また、有機ＥＬ層５２は、電子的に中立な有機化合物であることが望ましく、これにより
正孔及び電子が有機ＥＬ層５２でバランス良く注入及び輸送される。また、電子輸送性の
物質が狭義の発光層に適宜混合されていても良いし、正孔輸送性の物質が狭義の発光層に
適宜混合されても良いし、電子輸送性の物質及び正孔輸送性の物質が狭義の発光層に適宜
混合されていても良い。
【００３９】
　有機ＥＬ層５２上にカソード電極が形成されている。カソード電極は、全ての画素Ｐ1,

1～Ｐm,nに共通の層となる共通電極であっても良いし、画素電極として画素Ｐi,jごとに
パターニングさせて、アノード電極を共通電極としても良い。カソード電極は、仕事関数
の低い材料で形成されており、例えば、インジウム、マグネシウム、カルシウム、リチウ
ム若しくはバリウム又はこれらの少なくとも一種を含む合金若しくは混合物等で形成され
ている。また、カソード電極は、以上の各種材料の層が積層された積層構造となっていて
も良く、また、以上の各種材料の層上に例えばアルミニウム、クロム等といった高仕事関
数で且つ低抵抗の材料が被覆された積層構造となっていても良い。また、カソード電極は
、可視光に対して遮光性を有するとともに可視光に対して高い反射性を有することで、鏡
面として作用するのが望ましいが、アノード電極が不透明電極の場合にはカソード電極を
透明にすることで表示パネルとして利用することができる。
【００４０】
以上のように積層構造となる有機ＥＬ素子Ｅi,jでは、アノード電極５１とカソード電極
との間に順バイアス電圧が印加されると、正孔がアノード電極５１から有機ＥＬ層５２へ
注入され、電子がカソード電極から有機ＥＬ層５２に注入される。そして、有機ＥＬ層５
２で正孔及び電子が輸送されて、有機ＥＬ層５２にて正孔及び電子が再結合することによ
って励起子が生成され、励起子が有機ＥＬ層５２内の蛍光体を励起して、有機ＥＬ層５２
内にて光が発する。
【００４１】
有機ＥＬ素子Ｅi,jの発光輝度は、有機ＥＬ素子Ｅi,jに流れる電流のレベル（電流値）に
依存し、電流レベルの増大にしたがって発光輝度が増大する。有機ＥＬ素子Ｅi,jの発光
期間中に有機ＥＬ素子Ｅi,jの発光輝度を一定に保ったり、データドライバ３を流れる階
調指定シンク電流に従った発光輝度にしたりするために、有機ＥＬ素子Ｅi,jの電流レベ
ル（電流値）を制御する画素回路Ｄi.jが画素Ｐi,jごとに有機ＥＬ素子Ｅi,jの周囲に設
けられている。
【００４２】
各画素回路Ｄi,jは、三つの薄膜トランジスタ（以下、トランジスタと記述する。）２１
，２２，２３と、コンデンサ２４とを備える。
【００４３】
トランジスタ２１，２２，２３は、ゲート電極、ドレイン電極、ソース電極、半導体層、
不純物半導体層、ゲート絶縁膜等から構成されたＭＯＳ型の電界効果トランジスタであり
、特にアモルファスシリコンを半導体層としたａ－Ｓｉトランジスタであるが、ポリシリ
コンを半導体層としたｐ－Ｓｉトランジスタであってもよい。また、トランジスタ２１，
２２，２３の構造は逆スタガ型であっても良いし、コプラナ型であっても良い。なお、ゲ
ート電極、ドレイン電極、ソース電極、半導体層、不純物半導体層、ゲート絶縁膜等の組
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成はトランジスタ２１，２２，２３についてそれぞれ同じであり、トランジスタ２１，２
２，２３は同一工程で同時に形成されるが、形状、大きさ、寸法、チャネル幅、チャネル
長等はトランジスタ２１，２２，２３についてそれぞれ異なる。なお、以下では、トラン
ジスタ２１，２２，２３の何れもがＮチャネル型の電界効果トランジスタであるとして説
明する。
【００４４】
トランジスタ２２のゲート電極２２ｇは選択走査線Ｘiに接続されている。トランジスタ
２２のドレイン電極２２ｄは、トランジスタ２３のドレイン電極２３ｄに接続されている
とともに、電源走査線Ｚiに接続されている。トランジスタ２２のソース電極２２ｓは、
コンタクトホール２５を介してトランジスタ２３のゲート電極２３ｇに接続されていると
ともに、コンデンサ２４の一方の電極に接続されている。
【００４５】
トランジスタ２３のソース電極２３ｓは、コンデンサ２４の他方の電極に接続されている
とともにトランジスタ２１のドレイン電極２１ｄに接続されている。
【００４６】
トランジスタ２１のゲート電極２１ｇは選択走査線Ｘiに接続されており、トランジスタ
２１のソース電極２１ｓは信号線Ｙjに接続されている。トランジスタ２３のソース電極
２３ｓ、コンデンサ２４の他方の電極、ＴＦ２１のドレイン電極２１ｄは、有機ＥＬ素子
Ｅi,jのアノード電極５１に接続されている。有機ＥＬ素子Ｅi,jのカソード電極の電位は
、基準電位ＶSSであり、本実施形態では、有機ＥＬ素子Ｅi,jのカソード電極が接地され
て基準電位ＶSSが０〔Ｖ〕となっている。
【００４７】
また、図１、図３に示すように、選択走査線Ｘ1～Ｘmは選択走査ドライバ５に接続されて
おり、電源走査線Ｚ1～Ｚmは電源走査ドライバ６に接続されている。
【００４８】
選択走査ドライバ５はいわゆるシフトレジスタである。つまり、選択走査ドライバ５は、
外部からのクロック信号に基づいて選択走査線Ｘ1から選択走査線Ｘmへの順（走査線Ｘm

の次は走査線Ｘ1）に走査信号を順次出力することで、所定時間（詳細には後述するリセ
ット期間ＴRESET）を空けて走査線Ｘ1～Ｘmを順次選択するものである。
【００４９】
詳細には図５に示すように、選択走査ドライバ５は、ハイレベルのオン電圧ＶON（例えば
基準電位ＶSSより十分高い。）又はローレベルのオフ電圧ＶOFF（例えば基準電位ＶSS以
下である。）の何れかのレベルの電圧を選択走査線Ｘ1～Ｘmに個別に印加することによっ
て、所定周期で各選択走査線Ｘiを選択する。
【００５０】
即ち、選択走査線Ｘiが選択される選択期間ＴSEでは、選択走査ドライバ５がオン電圧ＶO

Nのパルス信号を選択走査線Ｘiに出力することにより、選択走査線Ｘiに接続されたトラ
ンジスタ２１，２２（画素回路Ｄi,1～Ｄi,n全てのトランジスタ２１，２２である。）が
オン状態になる。トランジスタ２１がオン状態になることによって信号線Ｙjに流れる電
流が画素回路Ｄi,jに流れ得るようになる。一方、選択期間ＴSE以外の非選択期間ＴNSEで
は、オフ電圧ＶOFFを走査線Ｘiに印加することにより、トランジスタ２１，２２がオフ状
態になる。トランジスタ２１がオフ状態になることで、信号線Ｙjに流れる電流は画素回
路Ｄi,jに流れ得ないようになる。
【００５１】
ここで、ＴSE＋ＴNSE＝ＴSCで表される期間が一走査期間であり、選択走査線Ｘ1～Ｘmの
選択期間ＴSEは互いに重ならない。また、ｉ行目の選択期間ＴSEから（ｉ＋１）行目の選
択期間ＴSEまでは続いておらず、ｉ行目の選択期間ＴSEと（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSE

との間には、選択期間ＴSEより短い期間ＴRESETが存する。つまり、選択走査ドライバ５
は、ｉ行目の選択走査線Ｘiにオン電圧ＶONのパルス信号を出力し終えてから期間ＴRESET

だけ経過したら、（ｉ＋１）行目の選択走査線Ｘi+1にオン電圧ＶONのパルス信号を出力
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する。これにより、ｉ行目の選択が終了してから期間ＴRESET経過後にｉ＋１行目が選択
される。以下では、期間ＴRESETをリセット期間と述べる。
【００５２】
なお、詳細については後述するが、選択走査線Ｘ1～Ｘmが選択されている各々の選択期間
ＴSEの時に、データドライバ３が全ての出力端子ＯＴ1～ＯＴnへ階調指定シンク電流を流
すことによって、全ての信号線Ｙ1～Ｙnに階調指定シンク電流が流れる。階調指定シンク
電流とは、データドライバ３が信号線Ｙ1～Ｙnからそれぞれの出力端子ＯＴ1～ＯＴnへ流
れる電流であり、画像データに従った輝度階調で発光するために各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～
Ｅm,nに流れる電流のレベルに等しい。
【００５３】
図１、図３に示すように、電源走査ドライバ６は、いわゆるシフトレジスタである。電源
走査ドライバ６は、選択走査ドライバ５に同期して電源走査線Ｚ1～Ｚmを順次選択するも
のである。つまり、電源走査ドライバ６は、上述の外部からのクロック信号に基づいて電
源走査線Ｚ1から電源走査線Ｚmへの順（電源走査線Ｚmの次は電源走査線Ｚ1）にパルス信
号を、選択走査ドライバ５の同一行のオン電圧ＶONのパルス信号に同期して順次出力する
ことで、リセット期間ＴRESETを空けて電源走査線Ｚ1～Ｚmを順次選択するものである。
【００５４】
詳細には図５に示すように、電源走査ドライバ６は、ローレベルのチャージ電圧ＶCH（基
準電位ＶSSと等電圧、又は基準電位ＶSS未満である。）を所定周期で各電源走査線Ｚiに
印加する。即ち、各選択走査線Ｘiが選択される選択期間ＴSEでは、電源走査ドライバ６
がローレベルのチャージ電圧ＶCHを電源走査線Ｚiに印加する。一方、非選択期間ＴNSEで
は、電源走査ドライバ６は、チャージ電圧ＶCHより高いハイレベルの電源電圧ＶDDを電源
走査線Ｚiに印加する。電源電圧ＶDDは基準電位ＶSS及びリセット電位ＶRより高く、トラ
ンジスタ２３がオン状態となっており、トランジスタ２１がオフ状態となっていれば、電
源走査線Ｚiから有機ＥＬ素子Ｅi,jへと電流が流れる。
【００５５】
電源電圧ＶDDについて説明する。図４は、Ｎチャネル型の電界効果トランジスタ２３の電
流－電圧特性を表したグラフである。図４において、横軸はドレイン－ソース間の電圧レ
ベル（電圧値）であり、縦軸はドレイン－ソース間の電流レベル（電流値）である。図中
の線形領域（ソース－ドレイン間電圧レベルＶDS＜ドレイン飽和閾電圧レベルＶTH：ドレ
イン飽和閾電圧レベルＶTHはゲート－ソース間電圧レベルＶGSに従っている。）では、ゲ
ート－ソース間電圧レベルＶGSが一定であると、ソース－ドレイン間電圧レベルＶDSが大
きくなるにつれてソース－ドレイン間電流レベルＩDSが大きくなる。更に、図中の飽和領
域（ソース－ドレイン間電圧レベルＶDS≧ドレイン飽和閾電圧レベルＶTH）、ゲート－ソ
ース間電圧レベルＶGSが一定であると、ソース－ドレイン間電圧レベルＶDSが大きくなっ
てもソース－ドレイン間電流レベルＩDSはほぼ一定となる。
【００５６】
また、図４において、ゲート－ソース間電圧レベルＶGS0～ＶGSMAXは、ＶGS0＝０＜ＶGS1

＜ＶGS2＜ＶGS3＜ＶGS4＜ＶGSMAXの関係となっている。つまり、図４から明らかなように
、ドレイン－ソース間電圧レベルＶDSが一定の場合、ゲート－ソース間電圧レベルＶGSが
大きくなるにつれて、線形領域、飽和領域のいずれであってもドレイン－ソース間電流レ
ベルＩDSが大きくなる。更に、ゲート－ソース間電圧値ＶGSが大きくなるにつれて、ドレ
イン飽和閾電圧レベルＶTHが大きくなる。
【００５７】
以上のことから、線形領域では、ソース－ドレイン間電圧レベルＶDSがわずかに変わると
ソース－ドレイン間電流レベルＩDSが変わってしまうが、飽和領域では、ゲート－ソース
間電圧レベルＶGSが定まれば、ソース－ドレイン間電圧レベルＶDSに関わらずドレイン－
ソース間電流レベルＩDSが一義的に定まる。
【００５８】
ここで、トランジスタ２３がゲート－ソース間最大電圧レベルＶGSMAXであるときのドレ
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イン－ソース間電流レベルＩDSは、最高輝度で発光する有機ＥＬ素子Ｅi,jのアノード電
極５１とカソード電極との間に流れる電流レベルに設定されている。
また、トランジスタ２３のゲート－ソース間電圧レベルＶGSが最大レベルＶGSMAXであっ
ても、トランジスタ２３が飽和領域を維持するように、下記に示す条件式を満たしている
。
ＶDD－ＶE－ＶSS≧ＶTHMAX

ここで、ＶEは、有機ＥＬ素子Ｅi,jの発光寿命期間中に有機ＥＬ素子Ｅi,jの高抵抗化の
ために徐々に高くなる、最高輝度時の有機ＥＬ素子Ｅi,jに分圧される予想最大の電圧レ
ベルであり、ＶTHMAXは、ＶGSMAX時のトランジスタ２３のソース－ドレイン間の飽和閾電
圧レベルである。以上の条件式を満たすように電源電圧ＶDDを定める。
【００５９】
図１、図３に示すように、信号線Ｙ1～Ｙnは電流電圧切替部７に接続されている。詳細に
は、電流電圧切替部７は、切替回路Ｓ1～Ｓnで構成されており、信号線Ｙ1～Ｙnが切替回
路Ｓ1～Ｓnにそれぞれ接続されており、更にデータドライバ３の出力端子ＯＴ1～ＯＴnが
切替回路Ｓ1～Ｓnにそれぞれ接続されている。切替回路Ｓ1～Ｓnに切替信号入力端子４０
が接続されており、切替信号φが切替回路Ｓ1～Ｓnに入力される。また、切替回路Ｓ1～
Ｓnにリセット電圧入力端子４１が接続されており、リセット電圧ＶRが切替回路Ｓ1～Ｓn

に印加される。
【００６０】
リセット電圧ＶRは、選択期間ＴSEに各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nが最も明るい最高階調
輝度ＬMAXで発光するときに各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nに流れる最高階調駆動電流ＩMAX

に等しい電流値となる階調指定シンク電流によって信号線Ｙ1～Ｙnにチャージされる電荷
にしたがって定常化される最高階調電圧Ｖhsbより高い電圧に設定されている。リセット
電圧ＶRは、各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nが最も暗い最低階調輝度ＬMIN（ただし電流レベ
ルが０Ａを越える）のときに各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nに流れる最低階調駆動電流ＩMI

Nに等しい電流値となる階調指定シンク電流によって信号線Ｙ1～Ｙnにチャージされる電
荷にしたがって定常化される最低階調電圧Ｖlsbと、最高階調電圧Ｖhsbと、の中間値とな
る中間電圧以上が望ましく、最低階調電圧Ｖlsbと等しい値か或いは最低階調電圧Ｖlsb以
上がさらに望ましい。
【００６１】
切替回路Ｓj（切替回路Ｓjは、ｊ列目の信号線Ｙjに接続されている。）は、データドラ
イバ３の出力端子ＯＴjからの信号に応じた電流を信号線Ｙjに流させることと、リセット
電圧入力端子４１から所定電圧レベルのリセット電圧ＶRを信号線Ｙjに出力することとの
何れか一方に切り替えるものである。つまり、切替信号入力端子４０から切替回路Ｓjへ
入力する切替信号φがハイレベルの場合には、切替回路Ｓjは出力端子ＯＴjのシンク電流
を遮断するとともにリセット電圧入力端子４１からのリセット電圧を信号線Ｙjに出力す
る。一方、切替信号入力端子４０から切替回路Ｓjへ入力する切替信号φがローレベルの
場合には、切替回路Ｓjは出力端子ＯＴjと信号線Ｙjとの間にシンク電流を流すとともに
リセット電圧入力端子４１からのリセット電圧ＶRを遮断する。
【００６２】
ここで、従来の電流シンク指定方式では、図６（ａ）に示すように、例えばｉ行目画素Ｐ

i,jを最高階調で発光するために、信号線Ｙjに最大の電流レベル（電流値）のシンク電流
をｉ行目の選択期間ＴSEの間に流したとすると、この電流レベルに見合った電荷をコンデ
ンサ２４にチャージしたときの信号線Ｙjにかかる最高階調電圧Ｖhsbは、基準電位ＶSSや
チャージ電圧ＶCHよりも相対的に十分低くなっている。そして次の（ｉ＋１）行目の画素
Ｐi+1,jをに最低階調輝度で発光させるために、信号線Ｙjに最小の電流レベル（電流値）
のシンク電流（ただし無電流ではない）を流そうとすると、この電流レベルに見合った電
荷をコンデンサ２４にチャージしたときの信号線Ｙjにかかる電圧をチャージ電圧ＶCHに
近似する程度に高くさせなければならないが、信号線Ｙjに流れる電流レベルが極小のた
めに信号線Ｙjが単位時間に変位する電位差が小さくなってしまうので、信号線Ｙjの電位
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を最高階調電圧Ｖhsbから最低階調電圧Ｖlsbに定常化するまでに時間が掛かってしまう恐
れがあり、また選択期間ＴSEが短く設定されていると最低階調電圧Ｖlsbに達することな
く電圧ＶDFの差が生じてしまい画素Ｐi+1,jが正確な輝度で発光できなくなるが、本実施
の形態では、図６（ｂ）に示すように、リセット期間ＴRESETに、切替回路Ｓjが信号線Ｙ

jの電位を強制的に最高階調電圧Ｖhsbよりも十分高いリセット電圧ＶRに切替えてしまう
ので、選択期間ＴSE中に、容量となる信号線Ｙjに蓄積された電荷が迅速に移動するよう
な電流が流れて信号線Ｙjを速やかに高電位にすることが可能となる。
【００６３】
切替回路Ｓjの一例について説明する。切替回路Ｓjは、Ｐチャネル型の電界効果トランジ
スタであるトランジスタ３１と、Ｎチャネル型の電界効果トランジスタであるトランジス
タ３２とから構成される。トランジスタ３１のゲート電極及びトランジスタ３２のゲート
電極は、切替信号入力端子４０に接続されている。トランジスタ３１のソース電極は信号
線Ｙjに接続されており、トランジスタ３１のドレイン電極は出力端子ＯＴjに接続されて
いる。トランジスタ３２のドレイン電極は信号線Ｙjに接続されており、トランジスタ３
２のソース電極はリセット電圧入力端子４１に接続されている。この構成では、切替信号
入力端子４０からの切替信号φがハイレベルの場合に、トランジスタ３２がオン状態にな
り、トランジスタ３１がオフ状態になる。一方、切替信号入力端子４０からの切替信号φ
がローレベルの場合に、トランジスタ３１がオン状態になり、トランジスタ３２がオフ状
態になる。なお、トランジスタ３１をＰチャネル型としトランジスタ３２をＮチャネル型
に設定して、切替信号φのハイ・ローを逆位相にして切替回路Ｓjのスイッチングを切り
替えてもよい。
【００６４】
ここで切替信号入力端子４０に入力される切替信号φの周期について説明する。図５に示
すように、選択走査ドライバ５が選択走査線Ｘ1～Ｘmのうちの何れかに対してオン電圧Ｖ

ONを印加している時に、切替信号入力端子４０に入力される切替信号φがローレベルであ
る。一方、選択走査ドライバ５が全ての選択走査線Ｘ1～Ｘmにオフ電圧ＶOFFを印加して
いる時に（つまり１行目からｍ行目のうちの何れのリセット期間ＴRESETでも）、切替信
号入力端子４０に入力される切替信号φがハイレベルである。例えばｉ行目分のシンク電
流による信号線Ｙ1～Ｙnの電圧をリセット電圧ＶRにするリセット期間ＴRESETは、ｉ行目
の選択期間ＴSEの終了時刻ｔiRから次の（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSEの開始時刻ｔi+1

までの間となる。つまり、切替信号入力端子４０に入力される切替信号φは、一走査期間
ＴSC中のｎ回のリセット期間ＴRESET毎にハイレベルになる信号である。なお、切替信号
φは、上述の外部から入力されるクロック信号と同周波数であっても良い。
【００６５】
データドライバ３は、上述の外部からのクロック信号によって出力端子ＯＴ1～ＯＴnへ階
調指定シンク電流（階調電流）を流すものである。切替信号入力端子４０に入力される切
替信号φがローレベルの時、データドライバ３が全ての出力端子ＯＴ1～ＯＴnから階調指
定シンク電流をパラで流し、切替信号入力端子４０に入力される切替信号φがハイレベル
の時、データドライバ３がどの出力端子ＯＴ1～ＯＴnからも階調指定シンク電流を流さな
い。
【００６６】
従って、各行の選択期間ＴSEでは、階調指定シンク電流がそれぞれ信号線Ｙ1～Ｙnからそ
れぞれ出力端子ＯＴ1～ＯＴnへ流れる。一方、各行のリセット期間ＴRESETでは、リセッ
ト電圧ＶRが信号線Ｙ1～Ｙnに印加されて定常状態になる。
【００６７】
データドライバ３の階調指定シンク電流について詳細に説明すると、データドライバ３は
、各行の選択期間ＴSEにおいて、チャージ電圧ＶCHを出力している各電源走査線Ｚ1～Ｚm

からトランジスタ２３、トランジスタ２１、各信号線Ｙ1～Ｙn、各切替回路Ｓ1～Ｓnを経
てそれぞれの出力端子ＯＴ1～ＯＴnに向かう階調指定シンク電流を発生させるものである
。階調指定シンク電流のレベルは画像データに従ったレベルである。つまり、階調指定シ
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ンク電流のレベルは、画像データに従った輝度階調で発光するために各有機ＥＬ素子Ｅ1,

1～Ｅm,nに流れる電流のレベルに等しい。
【００６８】
次に、以上のように構成される有機ＥＬディスプレイ１の表示動作とその駆動方法につい
て説明する。
【００６９】
図５に示すように、選択走査ドライバ５が、入力したクロック信号に基づいて、１行目の
選択走査線Ｘ1からｍ行目の選択走査線Ｘmへと順次ハイレベル（オン電圧ＶON）のパルス
信号を出力する。同時に、電源走査ドライバ６が、入力したクロック信号に基づいて、１
行目の電源走査線Ｚ1からｍ行目の電源走査線Ｚmへと順次ローレベル（チャージ電圧ＶCH

）のパルス信号を出力する。また、各行の選択期間ＴSE中に、データドライバ３が、クロ
ック信号に基づいて、全ての出力端子ＯＴ1～ＯＴnからそれぞれの切替回路Ｓ1～Ｓnに階
調指定シンク電流を出力する。
【００７０】
また、各行の選択期間ＴSE中に切替信号入力端子４０に入力される切替信号φがローレベ
ルなので、それぞれの切替回路Ｓ1～Ｓnのトランジスタ３１がオン状態になるとともに、
トランジスタ３２がオフ状態になる。一方、各行のリセット期間ＴRESET中に切替信号入
力端子に入力される切替信号φがハイレベルなので、それぞれの切替回路Ｓ1～Ｓnのトラ
ンジスタ３１がオフ状態になるとともに、トランジスタ３２がオン状態になる。つまり、
各行の選択期間ＴSEでは、電流電圧切替部７は、各々の信号線Ｙ1～Ｙnとリセット電圧入
力端子４１との間を遮断することで、画像データに従った輝度階調で発光するために各有
機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nに流れる電流のレベルに等しい階調指定シンク電流を流そうとす
るとともに各々の信号線Ｙ1～Ｙnにリセット電圧ＶRに印加しないように機能する。一方
、各行のリセット期間ＴRESETでは、電流電圧切替部７は、各々の信号線Ｙ1～Ｙnと出力
端子ＯＴ1～ＯＴnを遮断するとともに、各々の信号線Ｙ1～Ｙnとリセット電圧入力端子４
１を接続することで、各々の信号線Ｙ1～Ｙnの電位を迅速にリセット電圧ＶRにするよう
に機能する。
【００７１】
ここで、ハイレベルのパルス信号が選択走査線Ｘiに出力されるタイミングは、ローレベ
ルのパルス信号が電源走査線Ｚiに出力されるタイミングにほぼ揃っており、ハイレベル
のパルス信号とローレベルのパルス信号の時間的長さはほぼ同じであり、時刻ｔi～時刻
ｔiRの間（この期間がｉ行目の選択期間ＴSEである。）にパルス信号が出力されている。
つまり、選択走査ドライバ５から出力されるオンレベルのパルス信号がシフトしていく周
期は、電源走査ドライバ６から出力されるチャージ電圧ＶCHレベルのパルス信号がシフト
していく周期に同期している。また、オンレベルのパルス信号が選択走査線Ｘiに出力さ
れている時に、切替信号入力端子４０に入力される切替信号φがローレベルになっている
から、トランジスタ３１がオン状態になる。
【００７２】
このように、選択期間ＴSE中に電源走査線Ｚiに出力される電圧は基準電位ＶSS以下とな
るために、各有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nには階調指定シンク電流が流れることがないので
階調に見合った電流レベルの階調指定シンク電流が信号線Ｙ1～Ｙnからデータドライバ３
へ流れ、発光期間ＴEMにこれら階調指定シンク電流に等しい電流レベルの電流がトランジ
スタ２３及び各有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nに流れるようにコンデンサ２４に電荷がチャー
ジされることが可能となる。これにより、１行目からｍ行目までのうち、選択走査ドライ
バ５からハイレベルのパルス信号が出力されている行が、所謂選択されている行であり、
選択されている際中にその行の各画素が所定の階調で表示されるようにコンデンサ２４へ
の階調電荷が更新される。
【００７３】
以上のように選択走査ドライバ５及び電源走査ドライバ６が１行目からｍ行目へと線順次
にパルス信号をシフトしていくことによって、１行目の画素Ｐ1,1～Ｐ1,nからｍ行目の画
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素Ｐm,1～Ｐm,nへとデータドライバ３の階調指定シンク電流に基づいて順次更新されてい
く。このような線順次の走査が繰り返されることで、有機ＥＬ表示パネル２の表示部４で
画像表示が為される。
【００７４】
ここで、一走査期間ＴSCにおける選択されたｉ行目の画素Ｐi,1～Ｐi,nの更新、選択され
たｉ行目の画素Ｐi,1～Ｐi,nの階調表現について説明する。
【００７５】
　ｉ行目の選択期間ＴSEでは、選択走査ドライバ５からｉ行目の選択走査線Ｘiにハイレ
ベルのパルス信号が出力されることで、選択走査線Ｘiに接続された全ての画素回路Ｄi,1

～Ｄi,nのトランジスタ２１及びトランジスタ２２が選択期間ＴSEの間オン状態となる。
更に、ｉ行目の選択期間ＴSEでは、電源走査ドライバ６からｉ行目の電源走査線Ｚiに、
基準電位ＶSSと同じ又はそれより低いチャージ電圧ＶCHとしてローレベルのパルス信号が
印加される。そして、トランジスタ２２がオン状態となっているので、トランジスタ２３
のゲート電極２３ｇにも電圧が印加され、トランジスタ２３がオン状態となる。
【００７６】
一方、ｉ行目の選択期間ＴSE中に切替信号入力端子４０に入力される切替信号φがローレ
ベルになっているから、全ての切替回路Ｓ1～Ｓnのトランジスタ３１がオン状態となって
おり、トランジスタ３２がオフ状態となっている。更に、ｉ行目の選択期間中にデータド
ライバ３に入力される画像データにしたがって、ｉ行目の全ての画素回路Ｄi,1～Ｄi,nで
は電源走査線Ｚi→トランジスタ２３→トランジスタ２１→トランジスタ３１→データド
ライバ３へと階調指定シンク電流が流れ、発光期間ＴEMにトランジスタ２３のソース－ド
レイン間電流が階調指定シンク電流レベルになるようにコンデンサ２４に電荷がチャージ
されるようになる。このとき１列目からｎ列目の何れの列においても、階調指定シンク電
流のレベルは発光期間ＴEMに各有機ＥＬ素子Ｅに流れる電流のレベルである。
【００７７】
ｉ行目の選択期間ＴSE中に電源走査線Ｚi→トランジスタ２３→トランジスタ２１→信号
線Ｙ→トランジスタ３１→データドライバ３へと一定レベルの階調指定シンク電流が流れ
ることによって、ｉ行目の選択期間ＴSE中に電源走査線Ｚi～トランジスタ２３～トラン
ジスタ２１～信号線Ｙ～トランジスタ３１～データドライバ３における電圧が定常状態に
なる。
【００７８】
つまり、トランジスタ２３に階調指定シンク電流が流れて電源走査線Ｚi～トランジスタ
２３～トランジスタ２１～信号線Ｙ～トランジスタ３１～データドライバ３における電圧
が定常状態になることによって、トランジスタ２３に流れる階調指定シンク電流のレベル
に従ったレベルの電圧がトランジスタ２３のゲート電極２３ｇとソース電極２３ｓとの間
に印加され、トランジスタ２３のゲート電極２３ｇとソース電極２３ｓとの間の電圧のレ
ベルに従った大きさの電荷がコンデンサ２４にチャージされる。換言すれば、ｉ行目の選
択期間ＴSEにおいてｉ行目の各々の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nでは、トランジスタ２１及びト
ランジスタ２２が、信号線Ｙjに流れる階調指定シンク電流をトランジスタ２３に流すよ
うに機能し、トランジスタ２３が、階調指定シンク電流レベルをゲート－ソース間電圧の
レベルに変換するように機能し、コンデンサ２４が、変換されたゲート－ソース間電圧の
レベルを保持するように機能する。
【００７９】
ここで、信号線Ｙjの静電容量をｃとすると、電圧ｖで信号線Ｙjに充電される電荷Ｑは、
Ｑ＝ｃｖ　…（１）
となり、
ｄＱ＝ｃ・ｄｖ　…（２）
となる。
【００８０】
なお、所定の画素Ｐi,jの階調指定シンク電流のレベルをＩdataとすると（Ｉdataは選択
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期間中ＴSEでは一定である。）、電源走査線Ｚi～トランジスタ２３～トランジスタ２１
～信号線Ｙj～トランジスタ３１～データドライバ３における電圧が定常状態になるまで
の時間ｄｔは、以下の式が成立する。
ｄｔ＝ｄＱ／Ｉdata　…（３）
ｄＱは時間ｄｔにおける信号線Ｙjの電荷の変化量でもあり、電位差ｄｖにおける信号線
Ｙjの電荷の変化量でもある。以上に表されるように、Ｉdataが小さくなるに連れてｄｔ
が長くなり、ｄＱが大きくなるに連れてｄｔが長くなる。
【００８１】
以上のように、ｉ行目の選択期間ＴSE中において、ｉ行目の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nのコン
デンサ２４にチャージされる電荷の大きさが前回の一走査期間ＴSCから更新されるととも
に、ｉ行目の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nのトランジスタ２３の電流レベルも前回の一走査期間
ＴSCから更新される。
【００８２】
ここで、トランジスタ２３→トランジスタ２１→信号線Ｙjまでの間の任意の点での電位
は、経時変化するトランジスタ２１，２２，２３の内部抵抗等に因って変化してしまう。
しかしながら、本実施形態では、トランジスタ２３→トランジスタ２１→信号線Ｙjへと
流れる階調指定シンク電流のレベルは、トランジスタ２１，２２，２３の内部抵抗が経時
変化しても、トランジスタ２３→トランジスタ２１→信号線Ｙjへと流れる階調指定シン
ク電流のレベルは所望通りとなる。
【００８３】
また、ｉ行目の選択期間ＴSEでは、ｉ行目の有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nのカソード電極は
基準電位ＶSSであり、電源走査線Ｚiは基準電位ＶSSと同じ又は基準電位ＶSSより低いチ
ャージ電圧ＶCHであるため、ｉ行目の有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nには逆バイアス電圧が印
加されるから、ｉ行目の有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nには電流が流れず、有機ＥＬ素子Ｅi,

1～Ｅi,nは発光しない。そして信号線Ｙ1～Ｙnに流れる階調指定シンク電流により信号線
Ｙ1～Ｙnはチャージ電圧ＶCHよりも低くなって定常化し、有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nに駆
動電流を流すための各コンデンサ２４へのチャージは、各信号線Ｙ1～Ｙnからデータドラ
イバ３に流す階調指定シンク電流で一義的に決まる。
【００８４】
続いて、ｉ行目の選択期間ＴSEの終了時刻ｔiR（つまりｉ行目の非選択期間ＴNSEの開始
時刻）では、選択走査ドライバ５から選択走査線Ｘiに出力されるハイレベルのパルス信
号が終了し、電源走査ドライバ６から電源走査線Ｚiに出力されるローレベルのパルス信
号が終了する。つまり、この終了時刻ｔ2から次のｉ行目の選択期間ＴSEの開始時刻ｔ1ま
での非選択期間ＴNSEでは、ｉ行目の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nのトランジスタ２１のゲート
電極２１ｇ及びトランジスタ２２のゲート電極２２ｇに対してオフ電圧ＶOFFが選択走査
ドライバ５によって印加されるとともに、電源電圧ＶDDが電源走査ドライバ６によって電
源走査線Ｚiに印加される。
【００８５】
このため、ｉ行目の非選択期間ＴNSEでは、ｉ行目の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nのトランジス
タ２１がオフ状態になり、電源走査線Ｚiから信号線Ｙ1～Ｙnへ流れる階調指定シンク電
流を遮断する。更に、ｉ行目の非選択期間ＴNSEでは、ｉ行目の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nに
何れにおいても、トランジスタ２２がオフ状態になっても、直前のｉ行目の選択期間ＴSE

においてコンデンサ２４にチャージされた電荷がトランジスタ２２によって閉じ込められ
、トランジスタ２３はオン状態を維持し続ける。つまり、ｉ行目の画素回路Ｄi,1～Ｄi,n

の何れにおいても、非選択期間ＴNSEと直前の選択期間ＴSEとではトランジスタ２３のゲ
ート－ソース間電圧レベルＶGSが等しい。
【００８６】
そのため、ｉ行目の非選択期間ＴNSEでも、ｉ行目の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nのトランジス
タ２３は、直前の選択期間ＴSEにおける階調指定シンク電流レベルと同レベルの電流を流
し続ける。そして、ｉ行目の非選択期間ＴNSEでは、ｉ行目の有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,n
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のカソード電極が基準電位ＶSSである上、電源走査線Ｚiが基準電位ＶSSより高い電源電
圧ＶDDであるため、ｉ行目の有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nには順バイアス電圧が印加される
から、ｉ行目の有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nに駆動電流がトランジスタ２３の作用によって
流れて、有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nは発光する。これにより、有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,n

の発光輝度が更新される。
【００８７】
　つまり、非選択期間ＴSEにおいて各々の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nでは、トランジスタ２１
が、信号線Ｙjに流れる階調指定シンク電流をトランジスタ２３に流れないように信号線
Ｙjとトランジスタ２３との間を電気的に遮断するように機能し、トランジスタ２１及び
トランジスタ２２が、選択期間ＴSEにおいてトランジスタ２３のソース－ドレイン間に流
れた階調指定シンク電流にしたがってチャージされたコンデンサ２４の電荷を閉じ込める
ことによって、トランジスタ２３のゲート－ソース間電圧のレベルを保持するように機能
し、トランジスタ２３が、保持されたゲート－ソース間電圧レベルに応じたレベルの駆動
電流を有機ＥＬ素子Ｅi,jに流すように機能する。
【００８８】
ここで、画素回路Ｄi,1～Ｄi,nの各トランジスタ２３のソース－ドレイン間では、図４に
示す飽和領域になるような電圧が印加されているために各トランジスタ２３のソース－ド
レイン間を流れる電流ＩDSは、各トランジスタ２３のゲート－ソース間電圧のレベルで一
義的に決まる。この電流ＩDSの電流レベルは有機ＥＬ素子Ｅi,1～Ｅi,nに流れる駆動電流
のレベルと等しくなり、各トランジスタ２３のゲート－ソース間電圧のレベルは階調指定
シンク電流にしたがってチャージされたコンデンサ２４の電荷によって確定しているので
、駆動電流のレベルは直前のｉ行目の選択期間ＴSEにおける画素回路Ｄi,1～Ｄi,nのトラ
ンジスタ２３の各々に流れる階調指定シンク電流のレベルと同じである。ｉ行目の発光期
間ＴEM（非選択期間ＴNSE）の間中、このようなレベルの駆動電流が有機ＥＬ素子Ｅi,1～
有機ＥＬ素子Ｅi,nに流れ、有機ＥＬ素子Ｅi,1～有機ＥＬ素子Ｅi,nそれぞれの駆動電流
レベルに従った輝度階調で発光する。上述したように、ｉ行目の選択期間ＴSEでは、ｉ行
目の画素回路Ｄi,1～Ｄi,nのトランジスタ２３の電流レベルは所望通りとなるから、有機
ＥＬ素子Ｅi,1～有機ＥＬ素子Ｅi,nそれぞれの駆動電流レベルも所望通りになり、有機Ｅ
Ｌ素子Ｅi,1～有機ＥＬ素子Ｅi,nそれぞれは所望の階調輝度で発光する。
【００８９】
アクティブマトリクス駆動有機ＥＬディスプレイに電流指定方式を適用した場合、各有機
ＥＬ素子に単位時間当たりに流れる電流レベル（電流値）は小さくし且つ非選択期間中に
その電流レベルに応じた電圧を保持するため保持用容量に迅速に充電しなければならない
。
【００９０】
ここで最高階調輝度Ｌhsb、最低階調輝度Ｌlsb（ただし微小電流は流れている）で発光す
るために有機ＥＬ素子に流す電流、つまり非選択期間に保持用容量に充電するために信号
線Ｙjに流す電流をそれぞれ、Ｉhsb、Ｉlsbとすると、
Ｉhsb＞Ｉlsb　…（４）
となり、このような電流Ｉhsb、Ｉlsbを定常状態とするための信号線Ｙjにかかる電圧Ｖh
sb、Ｖlsbは、シンク電流階調指定方式のために、
Ｖlsb＞Ｖhsb　…（５）
となる。
【００９１】
最低輝度から最高輝度に変調するために蓄積される電荷量Ｑ1は、
Ｑ1＝ｃ（Ｖlsb－Ｖhsb）　…（６）
となり、この電荷量Ｑ1を蓄積されるために信号線Ｙjに流れる電流は最高輝度のためのＩ
hsbとなる。
【００９２】
ところで図６（ａ）に示すような従来のシンク電流階調指定方式では、最高階調輝度Ｌhs
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bから最低階調輝度Ｌlsbに変調するために蓄積される電荷量Ｑ2は電荷量Ｑ1の絶対値に等
しいが、このとき信号線Ｙjに流れる電流はＩlsbとなる。つまり流れる電流Ｉlsbが極小
なために定常状態の電圧Ｖlsbとなるまでに時間が掛かってしまい高速応答できないため
、特に動画のように画像データが変わりやすい画像をなめらかに表示することが困難にな
ってしまう。さらに有機ＥＬ素子の無発光無電流状態の電流Ｉne（＝０Ａ）と設定し、あ
る信号線が発光状態の電流から無発光無電流状態の電流Ｉneに変調すると、信号線に電流
自体が流れず直前の発光状態の電荷を保持したままになり正常に表示することが困難にな
ってしまう。
【００９３】
本実施の形態では、ｉ行目の選択期間ＴSEが終了する時刻ｔiRから（ｉ＋１）行目の選択
期間ＴSEが開始する時刻ｔi+1までの間、つまり、（ｉ＋１）行目のリセット期間ＴRESET

では、切替信号入力端子４０に入力される切替信号φがハイレベルであるから、トランジ
スタ３１がオフ状態になり、トランジスタ３２がオン状態になる。従って、図６（ｂ）に
示すように、（ｉ＋１）行目のリセット期間ＴRESETでは、何れの信号線Ｙ1～Ｙnにも階
調指定シンク電流が流れないが、リセット電圧ＶRが全ての信号線Ｙ1～Ｙnに印加される
。
【００９４】
リセット電圧ＶRは、選択期間ＴSEに各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nが最も明るい最高階調
輝度ＬMAXで発光するときに各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nに流れる最高階調駆動電流ＩMAX

に等しい電流値となる階調指定シンク電流によって信号線Ｙ1～Ｙnにチャージされる電荷
にしたがって定常化される最高階調電圧Ｖhsbより高い電圧に設定され、望ましくは、各
有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nが最も暗い最低階調輝度ＬMIN（ただし電流レベルが０Ａを越
える）のときに各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nに流れる最低階調駆動電流ＩMINに等しい電
流値となる階調指定シンク電流によって信号線Ｙ1～Ｙnにチャージされる電荷にしたがっ
て定常化される最低階調電圧Ｖlsbと、最高階調電圧Ｖhsbと、の中間値となる中間電圧以
上に設定され、さらに望ましくは、最低階調電圧Ｖlsbと等しい値か或いは最低階調電圧
Ｖlsb以上に設定されている。
【００９５】
このようにリセット電圧ＶRは、少なくとも最高階調電圧Ｖhsbより高いので、リセット期
間ＴRESETに信号線Ｙ1～Ｙnを流れる電流レベルは最低階調輝度Ｌlsbを発光させるための
階調指定シンク電流レベルよりも十分大きく、その上、（ｉ＋１）行目のリセット期間Ｔ

RESETでは、どの行の選択期間ＴSEでもないから全ての画素回路Ｄ1,1～Ｄm,nのトランジ
スタ２１がオフ状態となっていて信号線Ｙ1～Ｙn以外の容量にチャージを印加する必要が
ない。従って、迅速に信号線Ｙ1～Ｙnの寄生容量に電荷がチャージされ、信号線Ｙ1～Ｙn

の電位が速やかにリセット電圧ＶRで定常化される。
【００９６】
そして、（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSEが開始すると、ｉ行目の場合と同様に、（ｉ＋１
）行目の選択走査線Ｘi+1及び電源走査線Ｖi+1がそれぞれ選択走査ドライバ５及び電源走
査ドライバ６によって選択されることによって、更にトランジスタ３１がオン状態となる
ことによって、それぞれの列において電源走査線Ｚi+1→トランジスタ２３→トランジス
タ２１→信号線Ｙ→トランジスタ３１→データドライバ３へと階調指定シンク電流が流れ
る。その後、（ｉ＋１）行目の非選択期間ＴNSEとなって、ｉ行目の場合と同様に（ｉ＋
１）行目の有機ＥＬ素子Ｅi+1,1～有機ＥＬ素子Ｅi+1,nがそれぞれの駆動電流レベルに従
った輝度階調で発光する。
【００９７】
ここで、（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSE中に電源走査線Ｚi+1～トランジスタ２３～トラ
ンジスタ２１～トランジスタ３１～データドライバ３における電圧が階調指定シンク電流
によって定常状態になるまでの時間ｄｔは、上式（１）～（３）で表される。もしｉ行目
の選択期間ＴSEに信号線Ｙ1～Ｙnに流れる階調指定シンク電流レベルが大きく、且つ（ｉ
＋１）行目の選択期間ＴSEに信号線Ｙ1～Ｙnに流れる階調指定シンク電流のレベルが小さ
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いと、信号線Ｙ1～Ｙnが（ｉ＋１）行目の階調指定シンク電流になるための電圧を定常化
させようとすると、上式（１）～（３）で表せるようにｄｔが長くなってしまい、ｄｔが
選択期間ＴSEより大きくなってしまう恐れがある。従って、もし上述のように（ｉ＋１）
行目の選択期間ＴSEに階調指定シンク電流のレベルが小さいと、図６（ａ）に示すように
、コンデンサ２４に印加される電圧、トランジスタ２３に印加される電圧等が定常状態に
なる前に、（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSEが終了してしまい、（ｉ＋１）行目の非選択期
間ＴNSEで（ｉ＋１）行目の有機ＥＬ素子Ｅi+1,1～有機ＥＬ素子Ｅi+1,nの駆動電流のレ
ベルが階調指定シンク電流のレベルと異なる恐れがある。
【００９８】
しかしながら、本実施の形態では、（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSEの直前にリセット期間
ＴRESETを設定し、信号線Ｙ1～Ｙnに最低輝度を発光するときの階調指定シンク電流レベ
ルよりも迅速に電荷が放電されるような電流が流れるリセット電圧ＶRが印加されて、速
やかに信号線Ｙ1～Ｙnの電位が上がる。特にリセット電圧ＶRが最低階調電圧Ｖlsbと等し
い値かその近傍の値に設定されていると、（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSEに最低階調輝度
Ｌlsbのための最低階調電流Ｉlsbのように低い輝度の電流を信号線Ｙ1～Ｙnに流した場合
であっても、上式（１）～（３）に表すように、リセット期間ＴRESET時の信号線Ｙ1～Ｙ

nの電荷と、（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSEにおける信号線Ｙ1～Ｙnの電荷と、の変化量
を最小限に抑えることができる。
【００９９】
従って、（ｉ＋１）行目の階調指定シンク電流が最低階調輝度Ｌlsbのための最低階調電
流Ｉlsbであっても、信号線Ｙ1～Ｙnが（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSE内に最低階調電圧
Ｖlsbで定常状態になり、選択期間ＴSE内に階調指定シンク電流レベルにしたがった電荷
をコンデンサ２４にチャージすることができ、速やかに画素の輝度階調を更新することが
できる。
【０１００】
同一画素Ｐi,jにおいて、前の一走査期間ＴSC（あるいは前の一発光期間ＴEM）で高い階
調輝度になるようにコンデンサ２４が大きい電荷量でチャージされている状態にあって、
次の一走査期間ＴSCで低い階調輝度に更新するためにコンデンサ２４の電荷量を小さくす
る場合、つまり大きい階調指定シンク電流で制御された高階調低電圧から、微小階調指定
シンク電流で制御された低階調高電圧に変位する場合に、直前に信号線Ｙ1～Ｙnにリセッ
ト電圧ＶRによる電流を流すことで信号線Ｙ1～Ｙnの電荷を、低階調高電圧側にシフトさ
せているので、信号線線Ｙ1～Ｙnとコンデンサ２４を１つのコンデンサとみなすと、この
コンデンサの電荷量を、選択期間ＴSEの前に、低い階調側に近づけることができることに
なる。すなわち所望の階調指定シンク電流の電流レベルが小さくても階調指定シンク電流
に従った電荷を速やかに各コンデンサ２４にチャージできるようにコンデンサ２４及び信
号線Ｙ1～Ｙnの電圧を迅速に定常化することが可能となる。
【０１０１】
従って、（ｉ＋１）行目の選択期間ＴSE中における画素Ｐi+1,1～Ｐi+1,nの各コンデンサ
２４の一方の極の電圧及び信号線Ｙ1～Ｙnの電圧が、階調指定シンク電流レベルに依存す
ることなく迅速に定常状態となるから、どのような階調であっても、発光期間ＴEM（非選
択期間ＴNSE）における駆動電流のレベルが直前の選択期間ＴSEの指定電流のレベルが同
じになり、有機ＥＬ素子Ｅi+1,1～有機ＥＬ素子Ｅi+1,nが所望の発光輝度で発光する。換
言すれば、各々の行の選択期間ＴSEを長くせずとも、有機ＥＬ素子Ｅi,jが所望通りの輝
度で発光するから、表示画面がちらついて見えたりせず、有機ＥＬディスプレイ１の表示
品質を高くすることができる。
【０１０２】
〔第二の実施の形態〕
図７は、第一実施形態の有機ＥＬディスプレイ１とは別の形態の有機ＥＬディスプレイ１
０１を示す図面である。図７に示すように、有機ＥＬディスプレイ１０１は、基本構成と
して、アクティブマトリクス駆動方式によりカラー表示を行う有機ＥＬ表示パネル１０２



(23) JP 4610843 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

と、シフトレジスタ１０３とを備える。
【０１０３】
有機ＥＬ表示パネル１０２は、透明基板８と、画像が実質的に表示される表示部４と、表
示部４の周辺に設けられた選択走査ドライバ５、電源走査ドライバ６及び電流電圧変換部
１０７とを基本構成としており、これらの回路４～６，１０７が透明基板８上に形成され
ている。表示部４、選択走査ドライバ５、電源走査ドライバ６及び透明基板８は、第一実
施形態の有機ＥＬディスプレイ１の場合と同様である。従って、第二実施形態の有機ＥＬ
表示ディスプレイ１０１の場合でも、選択走査ドライバ５による電圧印加タイミング、電
源走査ドライバ６による電圧印加タイミング、画素Ｐ1,1～Ｐm,nの更新、画素Ｐ1,1～Ｐm

,nノ階調表現は第一実施形態の有機ＥＬディスプレイ１の場合と同様である。
【０１０４】
電流電圧変換部１０７では、列ごとにトランジスタ３１及びトランジスタ３２で構成され
た切替回路Ｓj～Ｓnが設けられており、加えて、カレントミラー回路Ｍ1～Ｍn並びにカレ
ントミラー回路Ｍ1～Ｍnを制御するトランジスタＵ1～Ｕn及びトランジスタＷ1～Ｗnが設
けられている。電流電圧変換部１０７の一端にそれぞれ信号線Ｙ1～Ｙnが接続されており
、他端はシフトレジスタ１０３に接続されている。
【０１０５】
カレントミラー回路Ｍjは、コンデンサ３０と、二つのＭＯＳ型のトランジスタ６１，６
２とから構成されている。トランジスタ６１、６２、トランジスタ３１、３２、トランジ
スタＵ1～Ｕn及びトランジスタＷ1～Ｗnは、ＭＯＳ型の電界効果薄膜トランジスタであり
、特にアモルファスシリコンを半導体層としたａ－Ｓｉトランジスタであるが、ポリシリ
コンを半導体層としたｐ－Ｓｉトランジスタであってもよい。また、トランジスタ３１、
トランジスタ３２，トランジスタＵ1～Ｕn及びトランジスタＷ1～Ｗnの構造は、逆スタガ
型であっても良いし、コプラナ型であっても良い。なお、以下では、トランジスタ６１、
６２、トランジスタ３２、トランジスタＵ1～Ｕn及びトランジスタＷ1～ＷnがＮチャネル
型の電界効果トランジスタであり、トランジスタ３１がＰチャネル型の電界効果トランジ
スタとして説明する。
【０１０６】
また、トランジスタ６１のチャネル長とトランジスタ６２のチャネル長は同じであり、ト
ランジスタ６１のチャネル幅はトランジスタ６２のチャネル幅より長い。つまり、トラン
ジスタ６２のチャネル抵抗は、トランジスタ６１のチャネル抵抗より高く、例えば、トラ
ンジスタ６２のチャネル抵抗はトランジスタ６１のチャネル抵抗の１０倍である。なお、
トランジスタ６２のチャネル抵抗がトランジスタ６１のチャネル抵抗より高ければ、トラ
ンジスタ６１とトランジスタ６２のチャネル長が同じでなくても良い。
【０１０７】
各々の列について説明すると、カレントミラー回路Ｍjは、トランジスタ６１のドレイン
電極がトランジスタＷjのソース電極に接続されており、トランジスタ６１及びトランジ
スタ６２のゲート電極がトランジスタＵjのソース電極に接続されているとともに、コン
デンサ３０の一方の極に接続され、トランジスタ６２のドレイン電極がトランジスタ３１
のソース電極に接続され、トランジスタ６１のソース電極及びトランジスタ６２のソース
電極は互いに接続されているとともに、コンデンサ３０の他方の極に接続され、且つ一定
レベルである低電位ＶCCの低電圧入力端子４２に接続されている。低電圧入力端子４２の
電位ＶCCとしては、基準電位ＶSSより低く、更にチャージ電圧ＶCHより低く、例えば、－
２０〔Ｖ〕である。
【０１０８】
ｊ列目では、トランジスタ３１のドレイン電極及びトランジスタ３２のドレイン電極はと
もに信号線Ｙjに接続され、トランジスタ３１のゲート電極及びトランジスタ３２のゲー
ト電極はともに切替信号入力端子４０に接続されている。そして、各列のトランジスタ３
２のソース電極はリセット電圧入力端子４１に接続されている。
【０１０９】
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トランジスタＵjのゲート電極とトランジスタＷjのゲート電極は、互いに接続されている
とともに、シフトレジスタ１０３の出力端子Ｒjに接続されている。トランジスタＵjのド
レイン電極とトランジスタＷjのドレイン電極は、互いに接続されているとともに、共通
の階調信号入力端子１７０に接続されている。
【０１１０】
シフトレジスタ１０３は、外部からのクロック信号に基づいて、パルス信号をシフトして
いき、出力端子Ｒ1から出力端子Ｒnの順（出力端子Ｒnの次は出力端子Ｒ1）にオンレベル
のパルス信号を順次出力し、これにより、カレントミラー回路Ｍ1～Ｍnを順次選択するも
のである。シフトレジスタ１０３の一シフト周期は、選択走査ドライバ５や電源走査ドラ
イバ６の一シフト周期よりも短く、選択走査ドライバ５や電源走査ドライバ６がｉ行目か
ら（ｉ＋１）行目にパルス信号をシフトする間に、シフトレジスタ１０３は一行分のパル
ス信号を出力端子Ｒ1から出力端子Ｒnへ順にシフトしていき、ｎ回のオンレベルのパルス
信号を出力する。
【０１１１】
階調信号入力端子１７０からは、外部のデータドライバの階調信号が出力され、この階調
信号をシフトレジスタ１０３のパルス信号によって順次選択するカレントミラー回路Ｍ1

～Ｍnが階調に応じた電流値の階調指定シンク電流を流すように設定されている。階調指
定シンク電流により選択期間ＴSEに有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nの輝度階調に応じた電流を
トランジスタ２３のソース－ドレイン間及び信号線Ｙ1～Ｙnに流させることにより非選択
期間ＴNSE（発光期間ＴEM）にトランジスタ２３のソース－ドレイン間及び有機ＥＬ素子
Ｅ1,1～Ｅm,nに輝度階調に応じた電流を流れる。階調指定シンク電流は、アナログ信号で
もデジタル信号であってもよく、シフトレジスタ１０３の出力端子Ｒ1～Ｒnからのオンレ
ベルのパルス信号が入力されるタイミングでそれぞれトランジスタＵ1～Ｕnのドレイン電
極並びにトランジスタＷ1～Ｗnのドレイン電極に入力される。階調指定シンク電流の一行
分の周期は、選択走査ドライバ５や電源走査ドライバ６の一シフト周期よりも短く、選択
走査ドライバ５や電源走査ドライバ６がｉ行目から（ｉ＋１）行目にパルス信号をシフト
する間に、ｎ回の階調指定シンク電流が入力される。
【０１１２】
切替信号入力端子４０には、外部から切替信号φが入力される。切替信号φの周期は、選
択走査ドライバ５や電源走査ドライバ６の一シフト周期と同じであり、トランジスタ３１
のオンレベルの切替信号φが入力されるタイミングは、選択走査ドライバ５や電源走査ド
ライバ６がトランジスタ２１，２２のオンレベルのパルス信号を出力している時である。
従って、選択走査ドライバ５や電源走査ドライバ６が１行目からｍ行目までにシフトする
間に、切替信号φのオンレベル電圧がｍ回入力される。
【０１１３】
階調信号が階調信号入力端子１７０から出力されることによって、トランジスタ６１のド
レイン電極及びゲート電極に電圧が印加されて、トランジスタ６１のドレイン－ソース間
に電流が流れる。このとき、トランジスタ６２のドレイン－ソース間にも電流が流れる。
ここで、トランジスタ６２のチャネル抵抗がトランジスタ６１のチャネル抵抗より高い上
、トランジスタ６２のゲート電極とトランジスタ６１のゲート電極の電圧レベルが同じで
あるため、トランジスタ６２のドレイン－ソース間の電流レベルは、トランジスタ６１の
ドレイン－ソース間の電流レベルより小さい。具体的には、トランジスタ６２のドレイン
－ソース間の電流レベルは、実質的に、トランジスタ６１のチャネル抵抗に対するトラン
ジスタ６２のチャネル抵抗の比率にトランジスタ６１のドレイン－ソース間の電流レベル
を乗じた値となり、トランジスタ６２のドレイン－ソース間の電流レベルは、トランジス
タ６１のドレイン－ソース間の電流レベルより低い。このためトランジスタ６２に流れる
微小の階調指定シンク電流を容易に階調制御することができる。以下、トランジスタ６１
のチャネル抵抗に対するトランジスタ６２のチャネル抵抗の比率を、電流減少率と述べる
。
【０１１４】
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次に、以上のように構成される有機ＥＬディスプレイ１０１の動作について説明する。第
一実施形態の場合と同様に、図５に示すように、選択走査ドライバ５及び電源走査ドライ
バ６が１行目からｍ行目へと線順次にパルス信号をシフトしていく。
【０１１５】
一方、図８に示すように、（ｉ－１）行目の選択期間ＴSEの終わりからｉ行目の選択期間
ＴSEの始めの間、つまりリセット期間ＴRESETに、シフトレジスタ１０３は、トランジス
タＵ1～Ｕn及びトランジスタＷ1～Ｗnのオンレベルのパルス信号を出力端子Ｒ1から出力
端子Ｒnへとパルス信号をシフトする。シフトレジスタ１０３がパルス信号をシフトして
いる間、切替信号入力端子４０の切替信号φの電圧レベルはトランジスタ３１のオフレベ
ルであるとともにトランジスタ３２のオンレベルのハイレベルＨに維持されている。この
ため、リセット期間ＴRESETでは、信号線Ｙ1～Ｙnでは速やかにリセット電圧入力端子４
１からのリセット電圧ＶRに変位している。
【０１１６】
ここで、シフトレジスタ１０３が出力端子Ｒjにオンレベルのパルス信号を出力している
とき、階調信号入力端子１７０からｉ行ｊ列目の階調輝度用を示したレベルの階調信号が
入力される。この時、ｊ列目のトランジスタＵj及びトランジスタＷjがオン状態となって
いるので、ｉ行ｊ列目の階調輝度用を示した電流レベルの階調信号がカレントミラー回路
Ｍjに入力され、トランジスタ６１及びトランジスタ６２がオン状態となり、階調信号の
電流レベルに従った大きさの電荷がコンデンサ３０にチャージされる。つまり、トランジ
スタＵj及びトランジスタＷjは、ｊ列目の選択時に階調信号をカレントミラー回路Ｍjに
取り込むように機能する。
【０１１７】
トランジスタ６１がオン状態となることによって、カレントミラー回路Ｍjでは階調信号
入力端子１７０→トランジスタ６１→低電圧入力端子４２へと電流が流れるようになる。
階調信号入力端子１７０→トランジスタ６１→低電圧入力端子４２へと流れる電流のレベ
ルは階調信号の電流レベルに従っている。
【０１１８】
この時、切替信号入力端子４０のレベルがトランジスタ３１のオフレベルであるから、ｊ
列目のトランジスタ３１がオフ状態であり、カレントミラー回路Ｍjと信号線Ｙjとに流れ
る階調指定シンク電流が流れないようになっている。
【０１１９】
続いて、シフトレジスタ１０３が出力端子Ｒj+1にパルス信号を出力しているとき、ｉ行
（ｊ＋１）列目の階調輝度用を示した電流レベルの階調信号が入力され、ｊ列目の場合と
同様に、階調信号の電流レベルに従った大きさの電荷が（ｊ＋１）列目のコンデンサ３０
にチャージされる。この時、ｊ列目のトランジスタＵj，Ｗjがオフ状態になっても、ｊ列
目のコンデンサ３０にチャージされた電荷がトランジスタＵjによって閉じ込められるか
ら、ｊ列目のトランジスタ６１及びトランジスタ６２はオン状態を維持し続ける。つまり
、トランジスタＵjは、ｊ列目の選択時に階調信号の電流のレベルに従ったゲート電圧レ
ベルをｊ列目の非選択時でも保持するように機能する。
【０１２０】
以上のように、シフトレジスタ１０３がパルス信号をシフトしていくことによって、階調
信号の電流レベルに従った大きさの電荷が１列目のコンデンサ３０からｎ列目とコンデン
サ３０へと順次チャージされていく。
【０１２１】
そして、ｎ列目のコンデンサ３０へのチャージが終了したら、シフトレジスタ１０３のシ
フトは一旦終了し、切替信号入力端子４０の切替信号φがハイレベルからオフレベルに切
り替わり、全てのトランジスタ３１が同時にオン状態になるとともに全てのトランジスタ
３２がオフ状態になる。この時、全ての列のコンデンサ３０に電荷がチャージされている
から、トランジスタ６１，６２はオン状態である。そして、この時はｉ行目の選択期間で
あるから、ｉ行目の全ての画素回路Ｄi,1～Ｄi,nでは電源走査線Ｚi→トランジスタ２３
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→トランジスタ２１→信号線Ｙ1～Ｙn→トランジスタ６２→低電圧入力端子４２へと階調
指定シンク電流が流れるようになる。このとき、１列目からｎ列目の何れの列においても
、カレントミラー回路Ｍjの機能によって、電源走査線Ｚi→トランジスタ２３→トランジ
スタ２１→信号線Ｙ1～Ｙn→トランジスタ６２→低電圧入力端子４２の向きに流れる階調
指定シンク電流のレベルは、階調信号入力端子１７０→トランジスタ６１→低電圧入力端
子４２の向きに流れる先ほどの電流のレベルにカレントミラー回路Ｍjの電流減少率を乗
じたものとなる。
【０１２２】
信号線Ｙ1～Ｙnの中のいずれかにおいて、前の行の選択期間ＴSEで高い輝度の比較的大き
い階調指定シンク電流を流したために信号線Ｙ1～Ｙnの配線容量に電荷が蓄積されて電位
が低くなった場合、その次の選択期間ＴSEで流れる階調指定シンク電流のレベルが小さく
ても、その直前のリセット期間ＴRESETに印加されたリセット電圧ＶRにより配線電位が高
くなっているので、信号線Ｙ1～Ｙnの電位を迅速に階調シンク電流に応じた電位に定常化
することが可能となる。
【０１２３】
続いて、選択走査ドライバ５及び電源走査ドライバ６のパルス信号が（ｉ＋１）行目にシ
フトし、ｉ行目の非選択期間ＴSEとなって、第一実施形態の場合と同様にｉ行目の有機Ｅ
Ｌ素子Ｅi,1～Ｅi,nの階調輝度が更新される。
【０１２４】
そして、切替信号入力端子４０がハイレベルになり、同様にシフトレジスタ１０３が一列
目からｎ列目へとパルス信号をシフトしていくことを繰り返すことによって、（ｉ＋１）
行目の有機ＥＬ素子Ｅi+1,1～Ｅi+1,nの階調輝度を更新するために、一列目からｎ列目の
コンデンサ３０に電荷が順次チャージされていく。
【０１２５】
第二の実施の形態では、カレントミラー回路Ｍjが表示部４の外に設けられているから、
画素毎に設けるトランジスタの数を必要最小限に抑えることができ、画素の開口率の低下
を抑えることができる。また、カレントミラー回路Ｍｊが設けられているため、階調信号
入力端子１７０等において周囲のノイズや寄生容量等により階調信号が本来出力すべき電
流レベルに対して多少ズレていても、信号線Ｙjの階調指定シンク電流レベルのズレは、
電流減少率に則って小さく抑えられ、ひいては有機ＥＬ素子Ｅの輝度階調のズレを抑える
ことができる。
【０１２６】
また上記各実施の形態では、切替回路Ｓ1～ＳnがＮチャネルトランジスタ及びＰチャネル
トランジスタのＣＭＯＳ構造であったが、図９に示すように、ともにカレントミラー回路
Ｍ1～Ｍnと同じチャネル型トランジスタにして、電流電圧変換部１０７のトランジスタを
単チャネル型トランジスタのみにすることが可能である。このようにすることで電流電圧
変換部１０７の製造工程を簡易にすることが可能である。
【０１２７】
さらに、電流電圧変換部１０７のトランジスタのチャネル型を表示部４内のトランジスタ
２１～２３と同じチャネル型にすることで電流電圧変換部１０７内のトランジスタと表示
部４内のトランジスタ２１～２３を一括して形成することも可能である。なお、仮に電流
電圧変換部１０７内に部分的に表示部４のトランジスタ２１～２３と同一のチャネル型の
トランジスタがあれば同時に形成することが可能であることはいうまでもない。
【０１２８】
図９に示す有機ＥＬディスプレイ２０１では、切替回路Ｓ1～Ｓnが、それぞれ切替信号φ
が入力される切替信号入力端子４０に接続されたＮチャネル型トランジスタ１３２及び切
替信号φの反転信号である切替信号¬φ（¬は論理否定）が入力される切替信号入力端子
４３に接続されたＮチャネル型トランジスタ１３１で構成される。
【０１２９】
トランジスタ１３１は、図１０に示すように、切替信号¬φにより選択期間ＴSEにオン状
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態になって電源走査線Ｚ1～Ｚm、トランジスタ２３、トランジスタ２１、信号線Ｙ1～Ｙn

、トランジスタ６２、低電圧入力端子４２へと微小の階調指定シンク電流を流すスイッチ
として機能し、リセット期間ＴRESETにオフ状態となる。トランジスタ１３２は、切替信
号φにより選択期間ＴSEにオフ状態になり、リセット期間ＴRESETにオン状態となって、
信号線Ｙ1～Ｙnにリセット電圧ＶRを印加するスイッチとして機能する。また図１に示す
切替回路Ｓ1～Ｓnにおいても、互いに同一チャネル型のトランジスタ１３１、１３２を採
用し、切替信号入力端子４３に各トランジスタ１３１を接続し、切替信号入力端子４０に
各トランジスタ１３２を接続させても同様の効果を得ることができる。
【０１３０】
なお、本発明は、上記各実施の形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
例えば、上記有機ＥＬディスプレイ１では、画素Ｐi,jから引き抜かれたシンク電流のレ
ベルによって階調輝度を画素Ｐi,jに指定している。しかしながら、逆に信号線Ｙjから画
素Ｐi,jへ電流を流し、この電流のレベルにしたがった階調輝度で画素Ｐi,jを発光させる
ようなアクティブマトリクス駆動方式の有機ＥＬディスプレイの場合でも良い。
【０１３１】
この場合も、切替回路が、各々の行の選択期間中にデータドライバの指定電流を信号線に
流し、それぞれの選択期間の間のリセット期間中に一定レベルの定電圧を信号線に印加す
るが、輝度階調が高いほど信号線電圧が高く且つ信号線電流が大きく、輝度階調が低いほ
ど信号線電圧が低く且つ信号線電流が小さい。したがって図６（ｂ）での電圧ＶR、Ｖlsb
、Ｖhsbを上下に反転するような電位関係となり、リセット電圧ＶRは、選択期間ＴSEに各
有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,nが最も明るい最高階調輝度ＬMAXで発光するときに各有機ＥＬ
素子Ｅ1,1～Ｅm,nに流れる最高階調駆動電流ＩMAXに等しい電流値となる階調指定シンク
電流によって信号線Ｙ1～Ｙnにチャージされる電荷にしたがって定常化される最高階調電
圧Ｖhsbより少なくとも低い電圧に設定され、望ましくは、各有機ＥＬ素子Ｅ1,1～Ｅm,n

が最も暗い最低階調輝度ＬMIN（ただし電流レベルが０Ａを越える）のときに各有機ＥＬ
素子Ｅ1,1～Ｅm,nに流れる最低階調駆動電流ＩMINに等しい電流値となる階調指定シンク
電流によって信号線Ｙ1～Ｙnにチャージされる電荷にしたがって定常化される最低階調電
圧Ｖlsbと、最高階調電圧Ｖhsbと、の中間値となる中間電圧以下であり、さらに望ましく
は最低階調電圧Ｖlsbと等しい値か或いは最低階調電圧Ｖlsb以下である。
【０１３２】
更にこの場合、画素Ｐi,jの回路は適宜変更しても良いが、走査線が選択されている時に
信号線に流れる指定電流を画素回路に流すことで指定電流のレベルを電圧レベルに変換し
、走査線が選択されていない時に信号線に流れる指定電流を遮断し、走査線が選択されて
いない時に変換された電圧レベルを保持するとともに、保持された電圧レベルに従ったレ
ベルの駆動電流を有機ＥＬ素子に流す画素回路を、それぞれの有機ＥＬ素子の周囲に設け
ることが望ましい。
【０１３３】
また、例えば、上記実施の形態では発光素子として有機ＥＬ素子を用いているが、逆バイ
アス電圧が印加された場合には電流が流れないとともに順バイアス電圧が印加された場合
には電流が流れるような発光素子であって、流れる電流の大きさに従った輝度で発光する
発光素子であっても良い。発光素子として、例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）素子
等でも良い。
【０１３４】
【発明の効果】
本発明によれば、所定の行の画素が選択されている時に、各々の信号線には階調電流が流
れるが、前の行の画素のために信号線に流れる階調電流により定常化される電圧と、次の
行の画素のために信号線に流す階調電流により定常化されるべき電圧との差が大きく、且
つ当該次の画素のための階調電流の電流値が小さいときであっても、当該次の行の前に信
号線にリセット電圧を印加することで迅速に信号線を当該次の行のための階調電流にした
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がった電圧に定常化することができる。
従って、次の走査線が選択された後に、発光素子に流れる駆動電流のレベルは、指定電流
のレベルと同じになり、発光素子が所望通りの輝度で発光する。つまり、各々の走査線が
選択されている期間を長くせずとも、発光素子が所望通りの輝度で発光するから、表示画
面がちらついて見えたりせず、表示装置の表示品質が高い。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明が適用された有機ＥＬディスプレイの具体的な態様を示したブロ
ック図である。
【図２】図２は、図１の有機ＥＬディスプレイの画素を示した平面図である。
【図３】図３は、図１の有機ＥＬディスプレイの画素の等価回路を示した図面である。
【図４】図４は、Ｎチャネル型の電界効果トランジスタの電流－電圧特性を示した図面で
ある。
【図５】図５は、図１の有機ＥＬディスプレイにおける信号のレベルを示したタイミング
チャートである。
【図６】図６（ａ）は従来の電流指定型の有機ＥＬディスプレイにおいて信号線に印加さ
れた電圧の変移を示す図面であり、図６（ｂ）は本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて
信号線に印加された電圧の変移を示す図面である。
【図７】図７は、本発明が適用された他の有機ＥＬディスプレイの具体的な態様を示した
ブロック図である。
【図８】図８は、図７の有機ＥＬディスプレイにおける信号のレベルを示したタイミング
チャートである。
【図９】図９は、本発明が適用された他の有機ＥＬディスプレイの具体的な態様を示した
ブロック図である。
【図１０】図１０は、図９の有機ＥＬディスプレイにおける信号のレベルを示したタイミ
ングチャートである。
【図１１】図１１は、従来の液晶ディスプレイの画素の等価回路を示した図面である。
【図１２】図１２は、従来の電圧指定型の有機ＥＬディスプレイの画素の等価回路を示し
た図面である。
【符号の説明】
１　　　有機ＥＬディスプレイ（表示装置）
３　　　データドライバ
５　　　選択走査ドライバ
６　　　電源走査ドライバ
７，１０７　　　電流電圧切替部（リセット手段）
２１，２２　　　トランジスタ（階調電流制御スイッチ手段）
２３　　　トランジスタ（駆動電流スイッチ手段）
３１，１３１　　　トランジスタ（階調電流用トランジスタ）
３２，１３２　　　トランジスタ（リセット電圧用トランジスタ）
６１，６２　　　トランジスタ
２４　　　コンデンサ（電圧保持手段）
４１　　　リセット電圧入力端子
１０１　　　シフトレジスタ
Ｅ1,1～Ｅm,n　　　有機ＥＬ素子（発光素子）
Ｍ1～Ｍn　　　カレントミラー回路
Ｓ1～Ｓn　　　切替回路
Ｕ1～Ｕn，Ｗ1～Ｗn　　　トランジスタ（階調信号スイッチ手段）
Ｙ1～Ｙn　　　信号線
Ｘ1～Ｘm　　　選択走査線
Ｚ1～Ｚm　　　電源走査線
Ｐ1,1～Ｐm,n　　　画素
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Ｄ1,1～Ｄm,n　　　画素回路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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高质量的显示。 ŽSOLUTION：有机EL显示装置1具有以矩阵形状排列的
像素P i 和P j ，并且像素P i 和P j 具有有机EL元件E SB1 和P j 和像素电
路D i 和D j 。像素电路D i 和D j 保持与流向信号线Y j 的灰度指定下沉电
流电平相对应的电平电压，晶体管23在选择周期中产生与晶体管23的电
压电平相应的电平的驱动电流流向有机EL元件E i 和E j 在非选择期间。
电流/电压转换部分7使得​​由数据驱动器3产生的灰度指定吸收电流在选择
时段中流到信号线Y 1 到Y n 并且应用在复位周期中，信号线Y 1 到Y n 
的恒定电压。 Ž
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